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(57) Zusammenfassung: Eine Steuereinrichtung gibt ein Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal und ein Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal sowie ein Datensignal aus. Das Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal ist ein Signal, das wählt, ob
ein Auswahlsignal zu einer ersten Abtastleitung zugeführt
wird. Und das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal ist ein
Signal, das wählt, ob ein Auswahlsignal und ein Datensignal
zu jeweils der zweiten Abtastleitung und der Signalleitung
zugeführt werden. Das Reihenneuschreibungs-Steuersignal
und das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal werden von
der Steuereinrichtung ausgegeben, sodass gewählt werden
kann, ob ein Datensignal in jedem aus einer Vielzahl von
Bildpunkten in einer Matrix neu geschrieben wird. Wenn also
ein Bild mit einem spezifischen, sich häufig ändernden Be-
reich angezeigt wird, kann ein hochqualitatives Bild mit ei-
nem reduzierten Stromverbrauch angezeigt werden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anzei-
gevorrichtung. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung eine Aktivmatrix-Anzeigevorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Aktivmatrix-Anzeigevorrichtungen, bei denen
eine Vielzahl von Bildpunkten in einer Matrix ange-
ordnet sind, werden in weiter Verbreitung verwen-
det. Allgemein umfasst jeder Bildpunkt einen Transis-
tor, eine Abtastleitung, die elektrisch mit einem Gate
des Transistors verbunden ist, und eine Signallei-
tung, die elektrisch mit einer Source oder einem Drain
des Transistors verbunden ist. Die Anzeigevorrich-
tung umfasst weiterhin eine Steuereinrichtung zum
Steuern des Potentials der Abtastleitung und des Po-
tentials der Signalleitung, wobei ein zu jedem Bild-
punkt zugeführtes Datensignal durch die Steuerein-
richtung gesteuert wird.

[0003] In den letzten Jahren hat man sich aus Um-
weltschutzgründen um die Entwicklung von Anzei-
gevorrichtungen mit einem geringen Stromverbrauch
bemüht. Das Patentdokument 1 gibt eine Technik
zum Reduzieren des Stromverbrauchs einer Anzei-
gevorrichtung durch das Reduzieren der Neuschrei-
bungsfrequenz an. Der in dem Patentdokument 1
angegebene Aufbau der Anzeigevorrichtung wird im
Folgenden näher erläutert.

[0004] In der Anzeigevorrichtung des Patentdoku-
ments 1 sind eine Abtastperiode zum Abtasten ei-
nes Bildschirms und eine Pausenperiode, die auf die
Abtastperiode folgt und länger als die Abtastperiode
ist, festgesetzt. Gemäß der Technik des Patentdoku-
ments 1 wird während der Pausenperiode das Poten-
tial einer Abtastleitung bei dem Potential eines nicht-
Auswahlsignals fixiert, während (1) das Potential ei-
ner Signalleitung bei einem vorbestimmten Potential
fixiert ist, (2) das Potential einer Signalleitung bei ei-
nem vorbestimmten Potential fixiert ist und dann zu
einem Schwebezustand gebracht wird oder (3) ein
Wechselstrom-Treibersignal mit einer Frequenz, die
niedriger oder gleich derjenigen eines Datensignals
ist, zu einer Signalleitung geführt wird. Dadurch kann
der Stromverbrauch reduziert werden, wenn das Po-
tential der Signalleitung während der Pausenperiode
variiert.

[Referenz]

[0005]
[Patentdokument 1] Veröffentlichte japanische
Patentanmeldung Nr. 2002-182619

Offenbarung der Erfindung

[0006] In der Anzeigevorrichtung des Patentdoku-
ments 1 wird ein Datensignal mit derselben Frequenz
in allen aus der Vielzahl von in einer Matrix angeord-
neten Bildpunkten neu geschrieben. Deshalb ist die
Anzeigevorrichtung des Patentdokuments 1 nicht für
das Anzeigen eines Bilds geeignet, das einen spezi-
fischen, sich häufig ändernden Bereich enthält. Um
ein hochqualitatives Bild in dem sich häufig ändern-
den Bereich anzuzeigen, muss die oben genannte
Pausenperiode verkürzt werden, sodass das Daten-
signal häufig neu geschrieben wird. In diesem Fall
wird jedoch auch das Datensignal in dem anderen
(sich nicht so häufig ändernden) Bereich häufig neu
geschrieben. Dies vermindert den Vorteil der An-
zeigevorrichtung des Patentdokuments 1 gegenüber
herkömmlichen Anzeigevorrichtungen (die Reduktion
des Stromverbrauchs).

[0007] Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Anzeigevorrichtung anzugeben,
die ein hochqualitatives Bild mit einem reduzierten
Stromverbrauch auch dann anzeigen kann, wenn ein
Bild mit einem spezifischen, sich häufig ändernden
Bereich angezeigt wird.

[0008] Das vorstehend geschilderte Problem kann
gelöst werden, indem die Neuschreibungsfrequenz
eines Datensignals in jedem spezifischen Bereich (z.
B. in jedem Bildpunkt) gesteuert wird.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird eine Anzeigevorrichtung angege-
ben, die umfasst: eine Steuereinrichtung, die Daten-
signale für das Bilden von Bildern zweier aufeinan-
derfolgender Rahmen vergleicht, eine Differenz in je-
dem aus der Vielzahl von in einer Matrix angeord-
neten Bildpunkten erfasst und ein Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignal ausgibt, das angibt, ob die Diffe-
renz in wenigstens einem ersten bis n-ten Bildpunkt
(n ist eine natürliche Zahl von zwei oder mehr) in
derselben Reihe erfasst wird, und weiterhin ein Spal-
tenneuschreibungs-Steuersignal ausgibt, das angibt,
ob die Differenz in einem k-ten Bildpunkt (k ist eine
natürliche Zahl größer oder gleich eins und kleiner
oder gleich n) erfasst wird; eine erste Abtastleitung,
die elektrisch mit den ersten bis n-ten Bildpunkten
verbunden ist und zu der ein Auswahlsignal in Über-
einstimmung mit dem Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal zugeführt wird; eine zweite Abtastleitung, die
elektrisch mit allen aus der Vielzahl von Bildpunkten
in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbunden
ist und zu der ein Auswahlsignal in Übereinstimmung
mit dem Spaltenneuschreibungs-Steuersignal zuge-
führt wird; und eine Signalleitung, die elektrisch mit
allen aus der Vielzahl von Bildpunkten in derselben
Spalte wie der k-te Bildpunkt verbunden ist und zu der
das Datensignal in Übereinstimmung mit dem Spal-
tenneuschreibungs-Steuersignal zugeführt wird. Der
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k-te Bildpunkt umfasst: einen ersten Transistor, des-
sen Gate elektrisch mit der ersten Abtastleitung ver-
bunden ist und dessen Source oder Drain elektrisch
mit der Signalleitung verbunden ist; und einen zwei-
ten Transistor, dessen Gate elektrisch mit der zweiten
Abtastleitung verbunden ist und dessen Source oder
Drain elektrisch mit entsprechend dem Drain oder der
Source des ersten Transistors verbunden ist.

[0010] Die Anzeigevorrichtung enthält gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die
Steuereinrichtung, die das Reihenneuschreibungs-
Steuersignal, das Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnal und das Datensignal ausgibt. Es ist zu beachten,
dass das Reihenneuschreibungs-Steuersignal ein Si-
gnal ist, das wählt, ob ein Auswahlsignal zu der ers-
ten Abtastleitung geführt wird, und dass das Spal-
tenneuschreibungs-Steuersignal ein Signal ist, das
wählt, ob ein Auswahlsignal und ein Datensignal zu
jeweils der zweiten Abtastleitung und der Signallei-
tung geführt werden. Das Reihenneuschreibungs-
Steuersignal und das Spaltenneuschreibungs-Steu-
ersignal werden also von der Steuereinrichtung aus-
gegeben, sodass gewählt werden kann, ob ein Da-
tensignal in jedem aus der Vielzahl von in einer Ma-
trix angeordneten Bildpunkten neu geschrieben wird.
Folglich kann auch dann, wenn ein Bild mit einem
spezifischen, sich häufig ändernden Bereich ange-
zeigt wird, ein hochqualitatives Bild mit einem redu-
zierten Stromverbrauch angezeigt werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0011] In den folgenden Zeichnungen:

[0012] Fig. 1A ist eine schematische Ansicht, die
ein Beispiel für eine Anzeigevorrichtung zeigt, und
Fig. 1B ist ein Schaltungsdiagramm, das ein Beispiel
für einen Bildpunkt zeigt.

[0013] Fig. 2A ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Erste-Abtastleitung-Treiberschal-
tung zeigt, und

[0014] Fig. 2B ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-
Treiberschaltung zeigt.

[0015] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für den Betrieb einer Erste-Abtastleitung-
Treiberschaltung zeigt.

[0016] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für den Betrieb einer Signalleitung/Zweite-
Abtastleitung-Treiberschaltung zeigt.

[0017] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Steuereinrichtung zeigt.

[0018] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für den Betrieb einer Steuereinrichtung zeigt.

[0019] Fig. 7A ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Erste-Abtastleitung-Treiberschal-
tung zeigt, und

[0020] Fig. 7B ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-
Treiberschaltung zeigt.

[0021] Fig. 8A ist eine schematische Ansicht, die ein
Beispiel für eine Anzeigevorrichtung zeigt, Fig. 8B ist
eine schematische Ansicht, die ein Beispiel für eine
Signalleitung-Treiberschaltung zeigt, und Fig. 8C ist
ein Diagramm, das ein Beispiel für eine Zweite-Ab-
tastleitung-Treiberschaltung zeigt.

[0022] Fig. 9 ist eine Querschnittansicht, die ein Bei-
spiel für einen Transistor zeigt.

[0023] Fig. 10 ist ein Kurvendiagramm, das die Ei-
genschaften eines Transistors wiedergibt.

[0024] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht einer
Schaltung zum Bewerten der Eigenschaften eines
Transistors.

[0025] Fig. 12 ist ein Zeitdiagramm zum Bewerten
der Eigenschaften eines Transistors.

[0026] Fig. 13 ist ein Kurvendiagramm, das die Ei-
genschaften eines Transistors wiedergibt.

[0027] Fig. 14 ist ein Kurvendiagramm, das die Ei-
genschaften eines Transistors wiedergibt.

[0028] Fig. 15 ist ein Kurvendiagramm, das die Ei-
genschaften eines Transistors wiedergibt.

[0029] Fig. 16A bis Fig. 16C sind Querschnittansich-
ten, die jeweils ein Beispiel für einen Transistor zei-
gen.

[0030] Fig. 17A bis Fig. 17D sind Querschnittansich-
ten, die ein Beispiel für einen Herstellungsprozess für
einen Transistor zeigen.

[0031] Fig. 18A bis Fig. 18F sind Ansichten, die je-
weils ein Beispiel für eine elektronische Vorrichtung
zeigen.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0032] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
im Detail mit Bezug auf die Zeichnungen beschrie-
ben. Es ist zu beachten, dass die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die folgende Beschreibung beschränkt
ist, wobei dem Fachmann deutlich sein sollte, dass
die Modi und Details auf verschiedene Weise modi-
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fiziert werden können, ohne dass deshalb der Erfin-
dungsumfang verlassen wird. Die vorliegende Erfin-
dung ist also nicht auf die hier beschriebenen Aus-
führungsformen beschränkt.

(Beispiel für eine Aktivmatrix-Anzeigevorrichtung)

[0033] Zuerst wird im Folgenden ein Beispiel für
eine Aktivmatrix-Anzeigevorrichtung mit Bezug auf
Fig. 1A und Fig. 1B beschrieben.

[0034] Fig. 1A ist eine schematische Ansicht, die
ein Beispiel für die Konfiguration der Aktivmatrix-An-
zeigevorrichtung zeigt. Die Anzeigevorrichtung von
Fig. 1A umfasst: einen Bildpunktteil 10; eine Ers-
te-Abtastleitung-Treiberschaltung 11; eine Signallei-
tung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12; eine
Steuereinrichtung 13; eine Vielzahl von ersten Ab-
tastleitungen 14, die parallel oder im Wesentlichen
parallel zueinander angeordnet sind und deren Po-
tential durch die Erste-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 11 gesteuert wird; eine Vielzahl von Signallei-
tungen 15, die parallel oder im Wesentlichen paral-
lel zueinander angeordnet sind und deren Potential
durch die Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiber-
schaltung 12 gesteuert wird; und eine Vielzahl von
zweiten Abtastleitungen 16, die parallel oder im We-
sentlichen parallel zueinander angeordnet sind und
deren Potential durch die Signalleitung/Zweite-Ab-
tastleitung-Treiberschaltung 12 gesteuert wird. Wei-
terhin umfasst der Bildpunktteil 10 eine Vielzahl von
in einer Matrix angeordneten Bildpunkten 17. Es ist
zu beachten, dass jede aus der Vielzahl von ersten
Abtastleitungen 14 elektrisch mit einer Vielzahl von
in einer Reihe angeordneten Bildpunkten 17 aus der
Vielzahl von in einer Matrix angeordneten Bildpunk-
ten 17 verbunden ist. Jede aus der Vielzahl von Si-
gnalleitungen 15 und jede aus der Vielzahl von zwei-
ten Abtastleitungen 16 ist elektrisch mit einer Viel-
zahl von in einer Spalte angeordneten Bildpunkten
17 aus der Vielzahl von in einer Matrix angeordneten
Bildpunkten 17 verbunden. Von der Steuereinrich-
tung 13 werden Signale wie etwa ein Startsignal zum
Treiben der ersten Abtastleitung, ein Taktsignal zum
Treiben der ersten Abtastleitung und ein Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal sowie weiterhin eine Trei-
berleistung wie etwa eine Hochpotential-Stromver-
sorgung (Vdd) und eine Niederpotential-Stromversor-
gung (Vss) in die Erste-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 11 eingegeben. Weiterhin werden von der Steu-
ereinrichtung 13 Signale wie etwa ein Startsignal zum
Treiben der Signalleitung und der zweiten Abtastlei-
tung, ein Taktsignal zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, ein Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal und ein Datensignal sowie wei-
terhin eine Treiberleistung wie etwa eine Hochpoten-
tial-Stromversorgung (Vdd) und eine Niederpotenti-
al-Stromversorgung (Vss) in die Signalleitung/Zwei-
te-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 eingegeben.

[0035] Fig. 1B ist ein Schaltdiagramm, das ein Bei-
spiel für den Bildpunkt 17 in der Anzeigevorrichtung
von Fig. 1A zeigt. Der in Fig. 1B gezeigte Bildpunkt
umfasst: einen Transistor 20, dessen Gate elektrisch
mit der ersten Abtastleitung 14 verbunden ist und
dessen Source oder Drain elektrisch mit der Signal-
leitung 15 verbunden ist; einen Transistor 21, des-
sen Gate elektrisch mit der zweiten Abtastleitung 16
verbunden ist und dessen Source oder Drain elek-
trisch mit entsprechend dem Drain oder der Source
des Transistors 20 verbunden ist; einen Kondensa-
tor 22, dessen eine Elektrode elektrisch mit entspre-
chend dem Drain oder der Source des Transistors
21 verbunden ist und dessen andere Elektrode elek-
trisch mit einer Verdrahtung verbunden ist, die ein
gemeinsames Potential (Vcom) zuführt (auch als ge-
meinsame Potentialleitung bezeichnet); und ein Flüs-
sigkristallelement 23, dessen eine Elektrode (auch
als Bildpunktelektrode bezeichnet) elektrisch mit ent-
sprechend dem Drain oder der Source des Transis-
tors 21 und der einen Elektrode des Kondensators 22
verbunden ist und dessen andere Elektrode (auch als
Gegenelektrode bezeichnet) elektrisch mit eine Ver-
drahtung verbunden ist, die ein Gegenpotential zu-
führt. Es ist zu beachten, dass der Transistor 20 und
der Transistor 21 n-Kanal-Transistoren sind. Das ge-
meinsame Potential (Vcom) und das Gegenpotential
weisen dasselbe Potential auf.

(Beispiel für den Betrieb der
Aktivmatrix-Anzeigevorrichtung)

[0036] Im Folgenden wird ein Beispiel für den Be-
trieb der oben beschriebenen Anzeigevorrichtung be-
schrieben.

[0037] Zuerst werden Datensignale zum Bilden ei-
nes Bilds an dem Bildpunktteil 10 aufeinander folgend
in die Steuereinrichtung 13 eingegeben. Die Steu-
ereinrichtung 13 vergleicht einige der eingegebenen
Datensignale, die Bilder von zwei aufeinander folgen-
den Rahmen bilden, und erfasst eine Differenz in je-
dem aus der Vielzahl von in einer Matrix angeordne-
ten Bildpunkten 17. Weiterhin erzeugt die Steuerein-
richtung 13 ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal
und ein Spaltenneuschreibungs-Steuersignal auf der
Basis der erfassten Differenz.

[0038] Das Reihenneuschreibungs-Steuersignal ist
ein Signal, das angibt, ob eine Differenz in wenigs-
tens einem aus der Vielzahl von in derselben Reihe
angeordneten Bildpunkten in dem Bildpunktteil 10 er-
fasst wird. Das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal
ist ein Signal, das angibt, ob eine Differenz in je-
dem der Bildpunkte 17 erfasst wird. Das Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal und das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal sind also jeweils ein Binärsignal.
Die Frequenz des Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnals ist höher als diejenige des Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignals. Insbesondere kann das Rei-
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henneuschreibungs-Steuersignal in jeder horizonta-
len Abtastperiode (auch als Gate-Wahlperiode be-
zeichnet) gewechselt werden und kann das Spalten-
neuschreibungs-Steuersignal in jeder Periode in der
horizontalen Abtastperiode, während welcher die Si-
gnalleitung 15 gewählt wird (während welcher ein Da-
tensignal in den Bildpunkt 17 eingegeben wird), ge-
wechselt werden. Es ist zu beachten, dass in der fol-
genden Beschreibung der Einfachheit halber das Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal für den Fall, dass
„eine Differenz in wenigstens einem aus der Vielzahl
von in derselben Reihe angeordneten Bildpunkten
17 erfasst wird”, als ein Signal mit einem hohen Pe-
gel bezeichnet wird, und dass das Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignal für den Fall, dass „keine Diffe-
renz in wenigstens einem aus der Vielzahl von in der-
selben Reihe angeordneten Bildpunkten 17 erfasst
wird”, als ein Signal mit einem niedrigen Pegel be-
zeichnet wird. Entsprechend wird das Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal für den Fall, dass „eine Dif-
ferenz in jedem aus der Vielzahl von Bildpunkten 17
erfasst wird” als ein Signal mit einem hohen Pegel be-
zeichnet, und wird das Spaltenneuschreibungs-Steu-
ersignal für den Fall, dass „keine Differenz in jedem
aus der Vielzahl von Bildpunkten 17 erfasst wird” als
ein Signal mit einem niedrigen Pegel bezeichnet.

[0039] Die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11
weist eine Funktion zum sequentiellen Zuführen von
Auswahlsignalen zu der Vielzahl von ersten Abtastlei-
tungen 14 auf. Es ist zu beachten, dass das Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal in die Erste-Abtastlei-
tung-Treiberschaltung 11 eingegeben wird. Das Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal ist ein Signal, das
wählt, ob ein Auswahlsignal zu den ersten Abtastlei-
tungen 14 von der Erste-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 11 zugeführt wird. Insbesondere wird in der Pe-
riode, während welcher die ersten Abtastleitungen 14
gewählt werden (einer horizontalen Abtastperiode),
ein Auswahlsignal zu den ersten Abtastleitungen 14
zugeführt, wenn das Reihenneuschreibungs-Steuer-
signal ein Signal mit einem hohen Pegel ist, und wird
ein nicht-Auswahlsignal zu der Vielzahl von ersten
Abtastleitungen 14 zugeführt, wenn das Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal ein Signal mit einem nied-
rigen Pegel ist. Dabei ist das Auswahlsignal ein Si-
gnal zum Einschalten des Transistors 20 und ist das
nicht-Auswahlsignal ein Signal zum Ausschalten des
Transistors 20.

[0040] Die Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Trei-
berschaltung 12 weist eine Funktion zum sequentiel-
len Zuführen von Datensignalen zu der Vielzahl von
Signalleitungen 15 und zum sequentiellen Zuführen
von Auswahlsignalen zu der Vielzahl von zweiten Ab-
tastleitungen 16 auf. Es ist zu beachten, dass das
Spaltenneuschreibungs-Steuersignal in die Signallei-
tung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 ein-
gegeben wird. Das Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signal ist ein Signal, das wählt, ob ein Datensi-

gnal und ein Auswahlsignal jeweils in die Signallei-
tungen 15 und die zweiten Abtastleitungen 16 von
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 12 eingegeben werden. Insbesondere wird in
der Periode, während welcher die Signalleitungen 15
und die zweiten Abtastleitungen 16 gewählt werden,
ein Datensignal zu den Signalleitungen 15 zugeführt
und wird ein Auswahlsignal zu den zweiten Abtast-
leitungen 16 zugeführt, wenn das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal ein Signal mit einem hohen Pe-
gel ist. Wenn dagegen das Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal ein Signal mit einem niedrigen Pegel ist,
wird kein Datensignal zu den Signalleitungen 15 zu-
geführt und wird ein nicht-Auswahlsignal zu den zwei-
ten Abtastleitungen 16 zugeführt. Wenn hier gesagt
wird, dass „kein Datensignal zu den Signalleitungen
15 zugeführt wird”, bedeutet dies, dass ein fixes Po-
tential oder eine vorbestimmte Wechselspannung zu
den Signalleitungen 15 geführt wird oder dass die Si-
gnalleitungen 15 in einen Schwebezustand gebracht
werden.

[0041] Wie oben beschrieben werden in der oben
beschriebenen Anzeigevorrichtung das Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal und das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal von der Steuereinrichtung 13
ausgegeben, sodass gewählt werden kann, ob ein
Datensignal in jedem aus der Vielzahl von in einer
Matrix angeordneten Bildpunkten 17 neu geschrie-
ben wird. Also auch dann, wenn ein Bild mit einem
spezifischen, sich häufig ändernden Bereich ange-
zeigt wird, kann ein hochqualitatives Bild mit einem
reduzierten Stromverbrauch angezeigt werden.

(Beispiel für die Konfiguration der Erste-
Abtastleitung-Treiberschaltung 11)

[0042] Im Folgenden wird ein Beispiel für die Konfi-
guration der Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11
in der oben genannten Anzeigevorrichtung mit Be-
zug auf Fig. 2A beschrieben. Die Erste-Abtastlei-
tung-Treiberschaltung 11 von Fig. 2A umfasst: ein
Schieberegister 110 mit einer Vielzahl von Ausgangs-
anschlüssen; einen Latch 111, dessen Eingangsan-
schluss elektrisch mit einer Verdrahtung, die ein Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal zuführt, verbunden
ist; einen Latch 112, dessen Eingangsanschluss elek-
trisch mit einem Ausgangsanschluss des Latchs 111
verbunden ist; und einen Puffer 113, dessen Ein-
gangsanschluss elektrisch mit einem aus einer Viel-
zahl von Ausgangsanschlüssen des Schieberegis-
ters 110 verbunden ist und dessen Ausgangsan-
schluss elektrisch mit einem aus der Vielzahl von ers-
ten Abtastleitungen 14 verbunden ist.

[0043] Das Schieberegister 110 weist eine Funkti-
on zum sequentiellen Zuführen von Auswahlsigna-
len von der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen auf,
wenn ein Startsignal zum Treiben der ersten Abtast-
leitung von außen eingegeben wird.
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[0044] Der Latch 111 ist elektrisch mit einem aus
der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen des Schiebe-
registers 110 verbunden. Der Latch 111 weist eine
Funktion zum Halten eines Reihenneuschreibungs-
Steuersignals (eines Binärsignals: eines Signals mit
einem hohen Pegel oder mit einem niedrigen Pegel)
in einer Periode, während welcher ein Auswahlsignal
von den Ausgangsanschlüssen zugeführt wird, und
zum Ausgeben des Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnals auf.

[0045] Der Latch 112 ist elektrisch mit einer Verdrah-
tung, die ein Gate-Latchsignal zuführt, verbunden.
Der Latch 112 weist eine Funktion zum Halten eines
Ausgabesignals des Latchs 111 (eines Binärsignals:
eines Signals mit einem hohen Pegel oder einem
niedrigen Pegel) in einer Periode, während welcher
ein Transfersignal von dem Gate-Latchsignal zuge-
führt wird, und zum Ausgeben des Signals auf. Es ist
zu beachten, dass das Gate-Latchsignal ein Signal
ist, das angibt, ob das durch den Latch 111 gehal-
tene Signal zu dem Latch 112 transferiert wird. Das
Gate-Latchsignal ist also ein Binärsignal (ein Trans-
fersignal oder ein nicht-Transfersignal). Das Gate-
Latchsignal gibt ein nicht-Transfersignal in einer Peri-
ode an, während welcher das Schieberegister 110 se-
quentiell Auswahlsignale zuführt (während einer Ab-
tastperiode), und gibt ein Transfersignal in einer Pe-
riode zwischen zwei aufeinander folgenden Abtast-
perioden (während einer Vertikalrücksprungperiode)
an.

[0046] Der Puffer 113 weist eine Funktion auf, mit
der als das zu der ersten Abtastleitung 14 zugeführ-
te Signal entweder das Ausgabesignal des Schiebe-
registers 110 oder ein nicht-Auswahlsignal gewählt
werden kann. Insbesondere wird das Ausgabesignal
des Schieberegisters 110 zu der ersten Abtastleitung
14 geführt, wenn das Ausgabesignal des Latchs 112
ein Signal mit einem hohen Pegel ist, und wird ein
nicht-Auswahlsignal zu der ersten Abtastleitung 14
geführt, wenn das Ausgabesignal des Latchs 112 ein
Signal mit einem niedrigen Pegel ist.

(Beispiel für den Betrieb der Erste-
Abtastleitung-Treiberschaltung 11)

[0047] Im Folgenden wird ein Beispiel für den Be-
trieb der oben beschriebenen Erste-Abtastleitung-
Treiberschaltung 11 mit Bezug auf Fig. 3 beschrie-
ben.

[0048] Zuerst werden in einer Abtastperiode (T1)
Auswahlsignale sequentiell von der Vielzahl von Aus-
gangsanschlüssen des Schieberegisters 110 ausge-
geben. Der Latch 111, der elektrisch mit dem Aus-
gangsanschluss verbunden ist, von dem das Aus-
wahlsignal in einer Periode t1 ausgegeben wird, hält
ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal in der Peri-
ode t1 und gibt das Reihenneuschreibungs-Steuersi-

gnal aus. Dabei ist das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal in der Periode t1 ein Signal mit einem hohen
Pegel.

[0049] Im Folgenden wird in einer Vertikalrück-
sprungperiode (T2) ein Transfersignal in den Latch
112 eingegeben. Dann hält der Latch 112 das Aus-
gabesignal des Latchs 111 (das Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignal in der Periode t1 = ein Signal
mit einem hohen Pegel) und gibt das Signal aus.
Weiterhin wird das Ausgabesignal des Latchs 112 in
den Puffer 113 eingegeben, sodass das Ausgabesi-
gnal des Puffers 113 gleich einem Ausgabesignal des
Ausgangsanschlusses wird, von dem das Auswahlsi-
gnal in der Periode t1 ausgegeben wird.

[0050] Im Folgenden werden in einer Abtastperiode
(T3) Auswahlsignale sequentiell von der Vielzahl von
Ausgangsanschlüssen des Schieberegisters 110 wie
in der Abtastperiode T1 ausgegeben. Dabei wird in
einer Periode t2 das Auswahlsignal in den oben ge-
nannten Latch 111 eingegeben (in den Latch 111, der
elektrisch mit dem Ausgangsanschluss verbunden
ist, von dem das Auswahlsignal in der Periode t1 aus-
gegeben wird). Dementsprechend hält der Latch 111
ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal in der Peri-
ode t2 und gibt das Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnal aus. Dabei ist das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal in der Periode t2 ein Signal mit einem nied-
rigen Pegel. In der Abtastperiode (T3) hält der Latch
112 das Ausgabesignal in der Vertikalrücksprungs-
periode (T2), sodass das Ausgabesignal des Puffers
113 in der Abtastperiode (T3) gleich einem Ausgabe-
signal des Ausgangsanschlusses wird, von dem das
Auswahlsignal in der Periode t1 und der Periode t2
ausgegeben wird. Der Puffer 113 führt das Auswahl-
signal zu der ersten Abtastleitung 14 in der Periode
t2.

[0051] Dann wird in einer Vertikalrücksprungsperi-
ode (T4) ein Transfersignal in den Latch 112 wie
in der Vertikalrücksprungsperiode (T2) eingegeben.
Der Latch 112 hält also das Ausgabesignal des
Latchs 111 (das Reihenneuschreibungs-Steuersignal
in der Periode t2 = ein Signal mit einem niedrigen Pe-
gel) und gibt das Signal aus. Weiterhin wird das Aus-
gabesignal des Latchs 112 in den Puffer 113 einge-
geben, sodass das Ausgabesignal des Puffers 113
ein nicht-Auswahlsignal wird.

[0052] Dann werden in einer Abtastperiode (T5)
Auswahlsignale sequentiell von der Vielzahl von Aus-
gangsanschlüssen des Schieberegisters 110 wie in
der Abtastperiode (T1) und der Abtastperiode (T3)
ausgegeben. Dabei wird in einer Periode t3 das Aus-
wahlsignal in den oben genannten Latch 111 ein-
gegeben (der Latch 111 ist elektrisch mit dem Aus-
gangsanschluss verbunden, von dem das Auswahl-
signal in der Periode t1 und der Periode t2 ausge-
geben wird). Dementsprechend hält der Latch 111
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ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal in der Peri-
ode t3 und gibt das Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnal aus. Dabei ist das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal in der Periode t3 ein Signal mit einem hohen
Pegel. In der Abtastperiode (T5) hält der Latch 112
das Ausgabesignal in der Vertikalrücksprungperiode
(T4), sodass das Ausgabesignal des Puffers 113 in
der Abtastperiode (T5) zu einem nicht-Auswahlsignal
wird. Das heißt, dass der Puffer 113 ein nicht-Aus-
wahlsignal zu der ersten Abtastleitung 14 in der Ab-
tastperiode (T5) zuführt.

[0053] Durch die vorstehend beschriebene Opera-
tion kann die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
11 in Übereinstimmung mit einem Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignal wählen, ob ein Auswahlsignal zu
der ersten Abtastleitung 14 zugeführt wird. Es ist zu
beachten, dass in dem oben beschriebenen Betrieb
der Anzeigevorrichtung jede der Perioden t1, t2 und
t3 eine horizontale Abtastperiode ist und dass die
Vertikalrücksprungperiode und die folgende Abtast-
periode eine Rahmenperiode ausmachen.

(Beispiel für die Konfiguration Signalleitung/
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12)

[0054] Im Folgenden wird ein Beispiel für die Konfi-
guration der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Trei-
berschaltung 12 in der oben beschriebenen Anzei-
gevorrichtung mit Bezug auf Fig. 2B beschrieben.
Die Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 12 von Fig. 2B umfasst: ein Schieberegister 120
mit einer Vielzahl von Ausgangsanschlüssen; einen
Latch 121, dessen Eingangsanschluss elektrisch mit
einer Verdrahtung verbunden ist, die ein Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal zuführt; einen Latch 122,
dessen Eingangsanschluss elektrisch mit einem Aus-
gangsanschluss des Latchs 121 verbunden ist und
dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit einer aus
der Vielzahl von zweiten Abtastleitungen 16 verbun-
den ist; einen Latch 123, dessen Eingangsanschluss
elektrisch mit einer Verdrahtung verbunden ist, die
ein Datensignal zuführt; einen Latch 124, dessen Ein-
gangsanschluss elektrisch mit einem Ausgangsan-
schluss des Latchs 123 verbunden ist; eine Digital-
zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 125, deren Ein-
gangsanschluss elektrisch mit einem Ausgangsan-
schluss des Latchs 124 verbunden ist; und einen ana-
logen Puffer 126, dessen Eingangsanschluss elek-
trisch mit einem Ausgangsanschluss der Digital-zu-
Analog-Wandlerschaltung (DAW) 125 verbunden ist
und dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit einer
aus der Vielzahl von Signalleitungen 15 verbunden
ist.

[0055] Das Schieberegister 120 weist eine Funkti-
on zum sequentiellen Zuführen von Auswahlsigna-
len von der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen auf,
wenn ein Startsignal zum Treiben der Signalleitung

und der zweiten Abtastleitung von außen eingegeben
wird.

[0056] Der Latch 121 ist elektrisch mit einem aus
der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen des Schie-
beregisters 120 verbunden. Der Latch 121 weist
eine Funktion zum Halten eines Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignals (eines Binärsignals mit einem
hohen Pegel oder mit einem niedrigen Pegel) in
einer Periode, während welcher ein Auswahlsignal
von den Ausgangsanschlüssen zugeführt wird, und
zum Ausgeben des Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signals auf.

[0057] Der Latch 122 ist elektrisch mit einer Verdrah-
tung verbunden, die ein Source-Latchsignal zuführt.
Der Latch 122 weist eine Funktion zum Halten ei-
nes Ausgabesignals des Latchs 121 (eines Binärsi-
gnals mit einem hohen Pegel oder einem niedrigen
Pegel) in einer Periode, während welcher ein Trans-
fersignal von dem Source-Latchsignal zugeführt wird,
und zum Ausgeben des Signals auf. Es ist zu beach-
ten, dass das Source-Latchsignal ein Signal ist, das
angibt, ob das durch den Latch 121 gehaltene Signal
zu dem Latch 122 transferiert wird. Das heißt, das
Source-Latchsignal ist ein Binärsignal (ein Transfer-
signal oder ein nicht-Transfersignal). Dabei gibt das
Source-Latchsignal ein nicht-Transfersignal in einer
Periode an, während welcher das Schieberegister
120 sequentiell Auswahlsignale zuführt (Abtastperi-
ode), und gibt das Source-Latchsignal ein Transfer-
signal in einer Periode zwischen zwei aufeinander-
folgenden Abtastperioden an (Horizontalrücksprung-
periode). Ein Ausgabesignal des Latchs 122 wird zu
dem Gate des Transistors 21 in dem Bildpunkt 17
über eine aus der Vielzahl von zweiten Abtastleitun-
gen 16 zugeführt, sodass der Latch 122 ein Signal
zum Einschalten des Transistors 21 (ein Auswahlsi-
gnal) ausgeben muss, wenn ein Signal mit einem ho-
hen Pegel von dem Latch 121 in einer Horizontalrück-
sprungperiode eingegeben wird, und ein Signal zum
Ausschalten des Transistors 21 (ein nicht-Auswahl-
signal) ausgeben muss, wenn ein Signal mit einem
niedrigen Pegel von dem Latch 121 in einer Horizon-
talrücksprungperiode eingegeben wird.

[0058] Der Latch 123 ist elektrisch mit einem aus
der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen des Schiebe-
registers 120 verbunden. Der Latch 123 weist eine
Funktion zum Halten eines Datensignals in einer Pe-
riode, während welcher ein Auswahlsignal von dem
Ausgabeanschluss zugeführt wird, und zum Ausge-
ben des Datensignals auf. Es ist zu beachten, dass
das Datensignal ein Mehr-Bit-Digitalsignal ist.

[0059] Der Latch 124 ist elektrisch mit einer Verdrah-
tung verbunden, die ein Source-Latchsignal zuführt.
Der Latch 124 weist eine Funktion zum Halten eines
Ausgabesignals des Latchs 123 (eines Mehr-Bit-Si-
gnals) in einer Periode, während welcher ein Trans-
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fersignal von dem Source-Latchsignal zugeführt wird,
und zum Ausgeben des Signals auf.

[0060] Die Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung
(DAW) 125 weist eine Funktion zum Wandeln eines
von dem Latch 124 eingegebenen digitalen Datensi-
gnals zu einem analogen Signal und zum Ausgeben
des analogen Signals auf.

[0061] Der analoge Puffer 126 weist eine Funktion
zum Wählen, ob ein Datensignal (ein analoges Da-
tensignal) zu der Signalleitung 15 zugeführt wird, in
Übereinstimmung mit dem Ausgabesignal des Latchs
122 (eines Binärsignals mit einem hohen Pegel oder
einem niedrigen Pegel) auf. Insbesondere führt der
analoge Puffer 126 ein Datensignal (ein analoges Da-
tensignal) zu der Signalleitung 15 zu, wenn das Aus-
gabesignal des Latchs 122 ein Signal mit einem ho-
hen Pegel ist, und führt kein Datensignal (analoges
Datensignal) zu der Signalleitung 15 zu, wenn das
Ausgabesignal des Latchs 122 ein Signal mit einem
niedrigen Pegel ist.

(Beispiel für den Betrieb der Signalleitung/
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12)

[0062] Ein Beispiel für den Betrieb der oben be-
schriebenen Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Trei-
berschaltung 12 wird im Folgenden mit Bezug auf
Fig. 4 beschrieben.

[0063] Zuerst werden in einer Abtastperiode (Ta)
Auswahlsignale sequentiell von der Vielzahl von Aus-
gangsanschlüssen des Schieberegisters 120 ausge-
geben. Der Latch 121, der elektrisch mit dem Aus-
gangsanschluss verbunden ist, von dem das Aus-
wahlsignal in einer Periode ta ausgegeben wird, er-
hält ein Spaltenneuschreibungs-Steuersignal in der
Periode ta aufrecht und gibt das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal aus. Dabei ist das Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal in der Periode ta ein Signal
mit einem hohen Pegel. Der Latch 123, der elektrisch
mit dem Ausgangsanschluss verbunden ist, von dem
das Auswahlsignal in der Periode ta ausgegeben
wird, hält ein spezifisches Datensignal (data(D)-1) in
der Periode ta in einem Mehr-Bit-Datensignal (DATA
(D)-1) aufrecht und gibt das Datensignal (data(D)-1)
aus.

[0064] Dann wird in einer Horizontalrücksprungperi-
ode (Tb) ein Transfersignal zu dem Latch 122 und
dem Latch 124 eingegeben. Dann hält der Latch 122
das Ausgabesignal des Latchs 121 (das Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal in der Periode ta = ein Si-
gnal mit einem hohen Pegel) aufrecht und gibt das
Signal aus. Das Ausgabesignal des Latchs 122 wird
zu dem Gate des Transistors 21 in dem Bildpunkt
17 über eine aus der Vielzahl von zweiten Abtastlei-
tungen 16 zugeführt, sodass der Transistor 21 ein-
geschaltet wird. Der Latch 124 hält das Ausgabesi-

gnal des Latchs 123 (das Datensignal (data(D)-1) in
der Periode ta) und gibt das Signal aus. Das Ausga-
besignal des Latchs 124 wird in die Digital-zu-Ana-
log-Wandlerschaltung (DAW) 125 eingegeben, so-
dass die Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW)
125 ein analoges Datensignal (data(A)-1) ausgibt.
Das Ausgabesignal der Digital-zu-Analog-Wandler-
schaltung (DAW) 125 wird in den analogen Puffer
126 eingegeben. Weiterhin wird das Ausgabesignal
des Latchs 122 (das Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signal in der Periode ta = ein Signal mit einem hohen
Pegel) in den analogen Puffer 126 eingegeben. So
wird das Ausgabesignal des analogen Puffers 126 zu
einem analogen Datensignal (data(A)-1).

[0065] Dann werden in einer Abtastperiode (Tc) Aus-
wahlsignale sequentiell von der Vielzahl von Aus-
gangsanschlüssen des Schieberegisters 120 wie in
der Abtastperiode (Ta) ausgegeben. Dabei hält der
oben genannte Latch 121 (der Latch 121, der elek-
trisch mit dem Ausgangsanschluss verbunden ist,
von dem das Auswahlsignal in der Periode ta aus-
gegeben wird) ein Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in der Periode tb und gibt das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal aus. Dabei ist das Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal in der Periode tb ein Si-
gnal mit einem niedrigen Pegel. Weiterhin hält in
der Abtastperiode (Tc) der oben genannte Latch 123
(der Latch 123, der elektrisch mit dem Ausgangsan-
schluss verbunden ist, von dem das Auswahlsignal
in der Periode ta ausgegeben wird), ein Datensignal
(data(D)-2) in der Periode tb in einem Mehr-Bit-Da-
tensignal (DATA(D)-2) und gibt das Datensignal (data
(D)-2) aus. In der Abtastperiode (Tc) halten der Latch
122 und der Latch 124 das Ausgabesignal in einer
Horizontalrücksprungperiode (Tb), sodass der oben
genannte Transistor 21 (der Transistor 21, zu dessen
Gate das Ausgabesignal des Latchs 122 geführt wird)
in einem Ein-Zustand in der Abtastperiode (Tc) ge-
halten wird, während das analoge Datensignal (data
(A)-1) als das Ausgabesignal des analogen Puffers
126 gehalten wird. Mit anderen Worten führt der ana-
loge Puffer 126 das analoge Datensignal (data(A)-1)
in der Abtastperiode (Tc) zu.

[0066] Dann wird in einer Horizontalrücksprungperi-
ode (Td) ein Transfersignal in den Latch 122 und den
Latch 124 wie in der Horizontalrücksprungperiode
(Tb) eingegeben. Dann hält der Latch 122 das Aus-
gabesignal des Latchs 121 (das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal in der Periode tb = ein Signal mit
einem niedrigen Pegel) und gibt das Signal aus. Das
Ausgabesignal des Latchs 122 wird zu dem Gate des
Transistors 21 in dem Bildpunkt 17 über eine aus der
Vielzahl von zweiten Abtastleitungen 16 zugeführt,
sodass der Transistor 21 ausgeschaltet wird. Der
Latch 124 hält das Ausgabesignal des Latchs 123
(das Datensignal (data(D)-2) in der Periode tb) und
gibt das Signal aus. Das Ausgabesignal des Latchs
124 wird in die Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung
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(DAW) 125 eingegeben, sodass die Digital-zu-Ana-
log-Wandlerschaltung (DAW) 125 ein analoges Da-
tensignal (data(A)-2) ausgibt. Das Ausgabesignal der
Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 125 wird
in den analogen Puffer 126 eingegeben. Es ist zu be-
achten, dass das Ausgabesignal des Latchs 122 (das
Spaltenneuschreibungs-Steuersignal in der Periode
ta = ein Signal mit einem niedrigen Pegel) in den ana-
logen Puffer 126 eingegeben wird. Das analoge Da-
tensignal (data(A)-2) wird also nicht zu der Signallei-
tung 15 geführt.

[0067] Dann werden in einer Abtastperiode (Te)
Auswahlsignale sequentiell von der Vielzahl von Aus-
gabeanschlüssen des Schieberegisters 120 wie in
den Abtastperioden (Ta) und (Tc) ausgegeben. Da-
bei wird in einer Periode tc das Auswahlsignal in
den oben genannten Latch 121 (den Latch 121, der
elektrisch mit dem Ausgangsanschluss verbunden
ist, von dem das Auswahlsignal in der Perioden ta
und tb ausgegeben wird) eingegeben. Dementspre-
chend hält der Latch 121 ein Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal in der Periode tc und gibt das Spal-
tenneuschreibungs-Steuersignal aus. Dabei ist das
Spaltenneuschreibungs-Steuersignal in der Periode
tc ein Signal mit einem hohen Pegel. Weiterhin hält in
der Abtastperiode (Te) der oben genannte Latch 123
(der Latch 123, der elektrisch mit dem Ausgangsan-
schluss verbunden ist, von dem das Auswahlsignal
in den Perioden ta und tb ausgegeben wird) ein Da-
tensignal (data(D)-3) in der Periode tc in einem Mehr-
Bit-Datensignal (DATA(D)-3) und gibt das Datensi-
gnal (data(D)-3) aus. In der Abtastperiode (Te) halten
der Latch 122 und der Latch 124 das Ausgabesignal
in der Horizontalrücksprungperiode (Td), sodass der
oben genannte Transistor 21 (der Transistor 21, zu
dessen Gate das Ausgabesignal des Latch 122 ge-
führt wird) in einem Aus-Zustand in der Abtastperiode
(Te) gehalten wird und das analoge Datensignal (da-
ta(A)-2) nicht zu der Signalleitung 15 geführt wird.

[0068] Durch den oben genannten Betrieb kann
die Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 12 in Übereinstimmung mit einem Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal wählen, ob ein Datensignal
zu der Signalleitung 15 geführt wird und ob ein Aus-
wahlsignal zu der zweiten Abtastleitung 16 geführt
wird. Es ist zu beachten, dass in dem oben genannten
Betrieb der Anzeigevorrichtung eine Horizontalrück-
sprungperiode und die folgende Abtastperiode eine
horizontale Abtastperiode ausmachen.

(Beispiel für die Konfiguration
der Steuereinrichtung 13)

[0069] Im Folgenden wird ein Beispiel für die Kon-
figuration der Steuereinrichtung 13 in der oben ge-
nannten Anzeigevorrichtung mit Bezug auf Fig. 5 be-
schrieben. Die in Fig. 5 gezeigte Steuereinrichtung
13 umfasst: einen Rahmenspeicher 131, der Daten-

signale speichert, die von außen eingegeben wer-
den und Bilder einer Vielzahl von Rahmen bilden;
eine Vergleicherschaltung 132, die die Datensigna-
le vergleicht, die in dem Rahmenspeicher 131 ge-
speichert sind und Bilder von zwei aufeinanderfol-
genden Rahmen bilden, und eine Differenz erfasst;
einen Koordinatenspeicher 133, der die Koordina-
ten eines Bildpunkts speichert, in dem eine Differenz
durch die Vergleicherschaltung 132 erfasst wurde; ei-
ne Datensignal-Leseschaltung 134, die ein Datensi-
gnal aus dem Rahmenspeicher 131 liest und das Da-
tensignal zu der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-
Treiberschaltung 12 ausgibt; und eine Neuschreibsi-
gnal-Erzeugungsschaltung 135, die ein Spaltenneu-
schreibungs-Steuersignal und ein Reihenneuschrei-
bungs-Steuersignal auf der Basis der in dem Koordi-
natenspeicher 133 gespeicherten Koordinatendaten
erzeugt und das Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnal und das Reihenneuschreibungs-Steuersignal je-
weils zu der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Trei-
berschaltung 12 und der Erste-Abtastleitung-Treiber-
schaltung 11 ausgibt.

(Beispiel für den Betrieb der Steuereinrichtung 13)

[0070] Im Folgenden wird ein Beispiel für den Be-
trieb der oben genannten Steuereinrichtung 13 mit
Bezug auf Fig. 6 beschrieben.

[0071] In einer ersten Rahmenperiode, während
welcher ein Datensignal zum Bilden eines Bilds eines
ersten Rahmens von außen in die Steuereinrichtung
13 eingegeben wird, speichert der Rahmenspeicher
131 das Datensignal zum Bilden des Bilds des ersten
Rahmens.

[0072] In einer zweiten Rahmenperiode, während
welcher ein Datensignal zum Bilden eines Bilds eines
zweiten Rahmens von außen in die Steuereinrichtung
13 eingegeben wird, speichert der Rahmenspeicher
131 das Datensignal zum Bilden des Bilds des zwei-
ten Rahmens.

[0073] In einer dritten Rahmenperiode, während
welcher ein Datensignal zum Bilden eines Bilds ei-
nes dritten Rahmens von außen in die Steuereinrich-
tung 13 eingegeben wird, speichert der Rahmenspei-
cher 131 das Datensignal zum Bilden des Bilds des
dritten Rahmens. Die Vergleicherschaltung 132 ver-
gleicht die in dem Rahmenspeicher 131 gespeicher-
ten Datensignale, die das Bild des ersten Rahmens
und das Bild des zweiten Rahmens bilden, und er-
fasst eine Differenz. Weiterhin speichert der Koordi-
natenspeicher 133 die Koordinaten eines Bildpunkts,
in dem eine Differenz zwischen dem Datensignal zum
Bilden des Bilds des ersten Rahmens und dem Da-
tensignal zum Bilden des Bilds des zweiten Rahmens
erfasst wurde.
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[0074] Dann speichert in einer vierten Rahmenpe-
riode, während welcher ein Datensignal zum Bilden
eines Bilds eines vierten Rahmens von außen in
die Steuereinrichtung 13 eingegeben wird, der Rah-
menspeicher 131 das Datensignal zum Bilden des
Bilds des vierten Rahmens. Die Vergleicherschaltung
132 vergleicht die in dem Rahmenspeicher 131 ge-
speicherten Datensignale, die das Bild des zweiten
Rahmens und das Bild des dritten Rahmens bilden,
und erfasst eine Differenz. Weiterhin speichert der
Koordinatenspeicher 133 die Koordinaten eines Bild-
punkts, in dem eine Differenz zwischen dem Datensi-
gnal zum Bilden des Bilds des zweiten Rahmens und
dem Datensignal zum Bilden des Bilds des dritten
Rahmens erfasst wurde. Die Datensignal-Leseein-
heit 134 liest das in dem Rahmenspeicher 131 ge-
speicherte Datensignal, das das Bild des ersten Rah-
mens bildet, und gibt dann das Datensignal zum Bil-
den des Bilds des ersten Rahmens zu der Signallei-
tung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 aus.
Weiterhin erzeugt die Neuschreibungssignal-Erzeu-
gungsschaltung 135 auf der Basis der in dem Ko-
ordinatenspeicher 133 gespeicherten Koordinaten-
daten ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal zum
Neuschreiben des Bilds des ersten Rahmens und des
Bilds des zweiten Rahmens. Dann gibt die Neuschrei-
bungssignal-Erzeugungsschaltung 135 das Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zu der Erste-Abtastlei-
tung-Treiberschaltung 11 aus. Es ist zu beachten,
dass in dieser Periode das Bild des ersten Rahmens
auf dem Bildpunktteil 10 angezeigt wird.

[0075] Dann speichert in einer fünften Rahmenpe-
riode, während welcher ein Datensignal zum Bilden
eines Bilds eines fünften Rahmens von außen in
die Steuereinrichtung 13 eingegeben wird, der Rah-
menspeicher 131 das Datensignal zum Bilden des
Bildes des fünften Rahmens. Die Vergleicherschal-
tung 132 vergleicht die in dem Rahmenspeicher 131
gespeicherten Datensignale, die das Bild des drit-
ten Rahmens und das Bild des vierten Rahmens
bilden, und erfasst eine Differenz. Weiterhin spei-
chert der Koordinatenspeicher 133 die Koordinaten
eines Bildpunkts, in dem eine Differenz zwischen
dem Datensignal zum Bilden des Bilds des dritten
Rahmens und dem Datensignal zum Bilden des Bilds
des vierten Rahmens erfasst wurde. Die Datensignal-
Leseschaltung 134 liest das in dem Rahmenspei-
cher 131 gespeicherte Datensignal, das das Bild des
zweiten Rahmens bildet, und gibt dann das Datensi-
gnal zum Bilden des Bilds des zweiten Rahmens zu
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 12 aus. Weiterhin erzeugt die Neuschreibungs-
signal-Erzeugungsschaltung 135 auf der Basis der in
dem Koordinatenspeicher 133 gespeicherten Koordi-
natendaten ein Reihenneuschreibungs-Steuersignal
zum Neuschreiben des Bildes des zweiten Rahmens
und des Bildes des dritten Rahmens und ein Spalten-
neuschreibungs-Steuersignal zum Neuschreiben des
Bilds des ersten Rahmens und des Bilds des zweiten

Rahmens. Dann gibt die Neuschreibungssignal-Er-
zeugungsschaltung 135 das Reihenneuschreibungs-
Steuersignal und das Spaltenneuschreibungs-Steu-
ersignal jeweils zu der Erste-Abtastleitung-Treiber-
schaltung 11 und zu der Signalleitung/Zweite-Abtast-
leitung-Treiberschaltung 12 aus. Es ist zu beachten,
dass in dieser Periode das Bild des zweiten Rahmens
auf dem Bildpunktteil 10 angezeigt wird.

[0076] Danach wird der vorstehend beschriebene
Betrieb sequentiell durchgeführt, sodass Bilder in ei-
ner Sequenz auf dem Bildpunktteil 10 angezeigt wer-
den können.

[0077] Wie oben beschrieben werden in der
oben genannten Anzeigevorrichtung das Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal und das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal aus der Steuereinrichtung 13
ausgegeben, sodass gewählt werden kann, ob ein
Datensignal in jedem aus der Vielzahl von in einer
Matrix angeordneten Bildpunkten 17 neu geschrie-
ben wird. Also auch wenn ein Bild mit einem spezifi-
schen, sich häufig ändernden Bereich angezeigt wird,
kann ein hochqualitatives Bild mit einem reduzierten
Stromverbrauch angezeigt werden.

(Modifiziertes Beispiel für eine
Aktivmatrix-Anzeigevorrichtung)

[0078] Die Anzeigevorrichtung mit der oben be-
schriebenen Konfiguration stellt eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung dar, wobei die Er-
findung aber auch Anzeigevorrichtungen mit einigen
Unterschieden zu der oben beschriebenen Anzeige-
vorrichtung umfasst.

[0079] Während zum Beispiel die oben genannte
Anzeigevorrichtung eine Konfiguration aufweist, in
welcher die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11
das Schieberegister 110, den Latch 111, den Latch
112 und den Puffer 113 umfasst (siehe Fig. 2A),
kann auch eine andere Konfiguration verwendet wer-
den in der die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
11 das Schieberegister 110 und ein UND-Gatter
115 umfasst, dessen erster Eingangsanschluss elek-
trisch mit einem aus der Vielzahl von Ausgangsan-
schlüssen des Schieberegisters 110 verbunden ist,
dessen zweiter Eingangsanschluss elektrisch mit ei-
ner Verdrahtung verbunden ist, die ein Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal zuführt, und dessen Aus-
gangsanschluss elektrisch mit einem aus der Vielzahl
von ersten Abtastleitungen 14 verbunden ist (siehe
Fig. 7A). In der Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
11 von Fig. 7A kann gewählt werden ob ein Auswahl-
signal zu der ersten Abtastleitung 14 zugeführt wird,
indem der Zeitablauf des Ausgabesignals des Schie-
beregisters 110 mit dem Zeitablauf des Reihenneu-
schreibungs-Steuersignals synchronisiert wird. Es ist
zu beachten, dass in der Anzeigevorrichtung mit der
Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11 von Fig. 7A
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der Zeitablauf der Bildanzeige an dem Bildpunktteil
10 eine Rahmenperiode früher erfolgen muss als
der in Fig. 6 gezeigte Zeitablauf oder der Zeitablauf
der Eingabe eines Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnals in die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11
eine Rahmenperiode später erfolgen muss als der
in Fig. 6 gezeigte Zeitablauf. Damit in dem ersten
Fall der Zeitablauf der Anzeige auf dem Bildpunkt-
teil 10 eine Rahmenperiode früher erfolgt, müssen
auch der Zeitablauf der Ausgabe eines Datensignals
aus der Datensignal-Leseschaltung 134 und der Zeit-
ablauf der Ausgabe eines Spaltenneuschreibungs-
Steuersignals aus der Neuschreibungssignal-Erzeu-
gungsschaltung 135 eine Rahmenperiode früher er-
folgen. Der spezifische Betrieb in dem ersten Fall
ist wie folgt. Das Datensignal des ersten Rahmens
von Fig. 6 muss in die Signalleitung/Zweite-Abtastlei-
tung-Treiberschaltung 12 in der dritten Rahmenperi-
ode eingegeben werden, und das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal zum Neuschreiben des Bilds auf
der Basis des Datensignals des ersten Rahmens und
des Bilds auf der Basis des Datensignals des zwei-
ten Rahmens müssen in die Signalleitung/Zweite-Ab-
tastleitung-Treiberschaltung 12 in der vierten Rah-
menperiode eingegeben werden. Entsprechend ist
der spezifische Betrieb in dem zweiten Fall wie folgt.
Das Reihenneuschreibungs-Steuersignal zum Neu-
schreiben des Bilds auf der Basis des Datensignals
des ersten Rahmens und des Bilds auf der Basis des
Datensignals des zweiten Rahmens von Fig. 6 muss
in die Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung 11 in der
fünften Rahmenperiode eingegeben werden.

[0080] Die oben genannte Anzeigevorrichtung weist
eine Konfiguration auf, in der die Signalleitung/Zwei-
te-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 das Schiebere-
gister 120, die Latches 121, 122, 123 und 124, die
Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 125 und
den analogen Puffer 126 umfasst (siehe Fig. 2B).
Es kann aber auch eine andere Konfiguration ver-
wendet werden, in der die Signalleitung/Zweite-Ab-
tastleitung-Treiberschaltung 12 umfasst: das Schie-
beregister 120; ein UND-Gatter 127, dessen erster
Eingangsanschluss elektrisch mit einem aus der Viel-
zahl von Ausgangsanschlüssen des Schieberegis-
ters 120 verbunden ist, dessen zweiter Eingangs-
anschluss elektrisch mit einer Verdrahtung verbun-
den ist, die ein Spaltenneuschreibungs-Steuersignal
zuführt, und dessen Ausgangsanschluss elektrisch
mit einer aus der Vielzahl von zweiten Abtastleitun-
gen 16 verbunden ist; einen Latch 128, dessen Ein-
gangsanschluss elektrisch mit einer Verdrahtung ver-
bunden ist, die ein Datensignal zuführt; eine Digi-
tal-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 129, deren
Eingangsanschluss elektrisch mit einem Ausgangs-
anschluss des Latchs 128 verbunden ist; und ei-
nen analogen Puffer 130, dessen Eingangsanschluss
elektrisch mit einem Ausgangsanschluss der Digital-
zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 129 verbunden
ist und dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit ei-

ner aus der Vielzahl von Signalleitungen 15 verbun-
den ist (siehe Fig. 7B). Es ist zu beachten, dass in
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung 12 von Fig. 7B der Latch 128 elektrisch mit
einem aus der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen
des Schieberegisters 120 verbunden ist. Der Latch
128 weist eine Funktion zum Halten eines Datensi-
gnals in einer Periode, während welcher ein Auswahl-
signal von dem Ausgangsanschluss zugeführt wird,
und zum Ausgeben des Datensignals auf. Die Digi-
tal-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 129 weist ei-
ne Funktion zum Wandeln eines aus dem Latch 128
eingegebenen digitalen Datensignals zu einem ana-
logen Signal und zum Ausgeben des analogen Si-
gnals auf. Der analoge Puffer 130 weist eine Funktion
zum Wählen, ob ein Datensignal (ein analoges Da-
tensignal) zu der Signalleitung 15 zugeführt wird, in
Übereinstimmung mit dem Ausgabesignal des UND-
Gatters 127 (einem Binärsignal mit einem hohen Pe-
gel oder einem niedrigen Pegel) auf. Insbesondere
führt der analoge Puffer 130 ein Datensignal (ein ana-
loges Datensignal) zu der Signalleitung 15 zu, wenn
das Ausgabesignal des UND-Gatters 127 ein Signal
mit einem hohen Pegel ist, und führt kein Datensignal
(analoges Datensignal) zu der Signalleitung 15 zu,
wenn das Ausgabesignal des UND-Gatters 127 ein
Signal mit einem niedrigen Pegel ist.

[0081] Während die oben genannte Anzeigevorrich-
tung eine Konfiguration aufweist, in der die Vielzahl
von Signalleitungen 15 und die Vielzahl von zwei-
ten Abtastleitungen 16 durch die Signalleitung/Zwei-
te-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 getrieben wer-
den (siehe Fig. 1A und Fig. 2B), kann auch eine
andere Konfiguration verwendet werden, in der die
Vielzahl von Signalleitungen 15 und die Vielzahl von
zweiten Abtastleitungen 16 durch verschiedene Trei-
berschaltungen getrieben werden (siehe Fig. 8A). In
der Anzeigevorrichtung von Fig. 8A werden eine Si-
gnalleitung-Treiberschaltung 18 und eine Zweite-Ab-
tastleitung-Treiberschaltung 19 anstelle der Signal-
leitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 12 der
Anzeigevorrichtung von Fig. 1A verwendet. Zum Bei-
spiel kann die in Fig. 8A gezeigte Signalleitung-Trei-
berschaltung 18 den Latch 123, den Latch 124, die
Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung (DAW) 125, den
analogen Puffer 126 und ein Schieberegister zum
Treiben der Signalleitung 180 mit einer Vielzahl von
Ausgangsanschlüssen umfassen (siehe Fig. 8B). Die
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung 19 kann den
Latch 121 und den Latch 122 sowie ein Schiebere-
gister zum Treiben der zweiten Abtastleitung 190 mit
einer Vielzahl von Ausgangsanschlüssen umfassen
(siehe Fig. 8C). Es ist zu beachten, dass das Schie-
beregister zum Treiben der Signalleitung 180 eine
Funktion zum sequentiellen Zuführen von Auswahl-
signalen von der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen
bei Eingabe eines Startsignals zum Treiben der Si-
gnalleitung von außen aufweist. Das Schieberegister
zum Treiben der zweiten Abtastleitung 190 weist eine
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Funktion zum sequentiellen Zuführen von Auswahl-
signalen von der Vielzahl von Ausgangsanschlüssen
bei der Eingabe eines Startsignals zum Treiben der
zweiten Abtastleitung von außen auf.

(Beispiel für die Transistoren
20 und 21 in dem Bildpunkt 17)

[0082] Im Folgenden wird ein Beispiel für die Tran-
sistoren 20 und 21 in jedem Bildpunkt der oben ge-
nannten Anzeigevorrichtung mit Bezug auf Fig. 9 be-
schrieben. Insbesondere wird ein Transistor mit ei-
ner Oxidhalbleiterschicht beschrieben. Die Oxidhalb-
leiterschicht des Transistors ist stark gereinigt, so-
dass der Aus-Strom des Transistors extrem redu-
ziert werden kann (dies wird weiter unten detailliert
beschrieben). Deshalb wird ein derartiger Transistor
vorzugsweise für die Transistoren 20 und 21 in je-
dem Bildpunkt der Anzeigevorrichtung der vorliegen-
den Erfindung verwendet, bei dem unter Umständen
für eine lange Zeitdauer kein Datensignal in einen
spezifischen Bildpunkt eingegeben wird.

[0083] Der Transistor 211 von Fig. 9 enthält eine
Gate-Schicht 221, die über einem Substrat 220 mit
einer isolierenden Fläche vorgesehen ist, eine Gate-
Isolationsschicht 222, die über der Gate-Schicht
221 vorgesehen ist, eine Oxidhalbleiterschicht 223,
die über der Gate-Isolationsschicht 222 vorgesehen
ist, und eine Source-Schicht 224a und eine Drain-
Schicht 224b, die über der Oxidhalbleiterschicht 223
vorgesehen sind. Weiterhin ist in dem Transistor 211
von Fig. 9 eine den Transistor 211 bedeckende Iso-
lationsschicht 225 in Kontakt mit der Oxidhalbleiter-
schicht 223 ausgebildet und ist eine schützende, Iso-
lationsschicht 226 über der Isolationsschicht 225 aus-
gebildet.

[0084] Wie oben beschrieben, enthält der Transis-
tor 211 von Fig. 9 die Oxidhalbleiterschicht 223
als eine Halbleiterschicht. Als Oxidhalbleiter für die
Oxidhalbleiterschicht 223 kann Folgendes verwendet
werden: ein In-Sn-Ga-Zn-O-basierter Oxidhalbleiter,
der ein Vier-Komponenten-Metalloxid ist; ein In-Ga-
Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, ein In-Sn-Zn-O-basier-
ter Oxidhalbleiter, ein In-Al-Zn-O-basierter Oxidhalb-
leiter, ein Sn-Ga-Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, ein
Al-Ga-Zn-O-basierter Oxidhalbleiter und ein Sn-Al-
Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, die Drei-Komponen-
ten-Metalloxide sind; ein In-Zn-O-basierter Oxidhalb-
leiter, ein Sn-Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, ein Al-
Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, ein Zn-Mg-O-basierter
Oxidhalbleiter, ein Sn-Mg-O-basierter Oxidhalbleiter
und ein In-Mg-O-basierter Oxidhalbleiter, die Zwei-
Komponenten-Metalloxide sind; und ein In-O-basier-
ter Oxidhalbleiter, ein Sn-O-basierter Oxidhalbleiter
und ein Zn-O-basierter Oxidhalbleiter, die Ein-Kom-
ponenten-Metalloxide sind. Weiterhin kann SiO2 in
dem oben genannten Oxidhalbleiter enthalten sein.
Zum Beispiel ist der In-Ga-Zn-O-basierte Oxidhalb-

leiter ein Oxid, das wenigstens In, Ga und Zn ent-
hält, wobei das Zusammensetzungsverhältnis der
Elemente nicht näher eingeschränkt ist. Der In-Ga-
Zn-O-basierte Oxidhalbleiter kann auch ein anderes
Element als In, Ga und Zn enthalten.

[0085] Für die Oxidhalbleiterschicht 223 kann ein
durch die chemische Formel InMO3(ZnO)m (m > 0)
wiedergegebener Dünnfilm verwendet werden. Da-
bei gibt M ein oder mehrere Metallelemente an, die
aus Ga, Al, Mn und Co gewählt werden. Zum Beispiel
kann M jeweils Ga, Ga und Al, Ga und Mn oder Ga
und Co sein.

[0086] Um eine Variation in den elektrischen Eigen-
schaften des oben genannten Oxidhalbleiters zu ver-
hindern, kann eine die Variation verursachende Ver-
unreinigung wie etwa Wasserstoff, Feuchtigkeit, eine
Hydroxylgruppe oder ein Hydrid (auch als Wasser-
stoffverbindung bezeichnet) absichtlich entfernt wer-
den, sodass ein stark gereinigter, elektrisch intrin-
sischer (i-Typ) Oxidhalbleiter Typs erhalten werden
kann.

[0087] Deshalb enthält der Oxidhalbleiter vorzugs-
weise so wenig Wasserstoff wie möglich. Weiterhin
weist der stark gereinigte Oxidhalbleiter sehr wenige
(beinahe null) Träger auf, die aus Wasserstoff, Sau-
erstoffmangel und ähnlichem abgeleitet werden, wo-
bei die Trägerdichte weniger als 1 × 1012/cm3 und vor-
zugsweise weniger als 1 × 1011/cm3 beträgt. Mit ande-
ren Worten wird die Dichte der aus Wasserstoff, Sau-
erstoffmangel und ähnlichem abgeleiteten Träger in
der Oxidhalbleiterschicht so weit wie möglich bei Null
gehalten.

[0088] Weil die Oxidhalbleiterschicht sehr wenige
aus Wasserstoff, Sauerstoffmangel und ähnlichem
abgeleitete Träger aufweist, kann die Größe des
Leckstroms bei ausgeschaltetem Transistor (Aus-
Strom) reduziert werden. Außerdem gestattet ein aus
Wasserstoff, Sauerstoffmangel und ähnlichem abge-
leiteter niedriger Verunreinigungsgrad eine Reduk-
tion der Variation und Verschlechterung von elek-
trischen Eigenschaften aufgrund einer einwirken-
den Lichteinstrahlung, Temperaturänderung, Vor-
spannung oder ähnlichem. Vorzugsweise sollte der
Aus-Strom so klein wie möglich sein. Ein Transistor,
der den oben genannten Oxidhalbleiter als Halbleiter-
schicht verwendet, weist einen Stromwert pro Mikro-
meter der Kanalbreite (W) von 100 zA (Zeptoampere)
oder weniger, vorzugsweise von 10 zA oder weniger
und noch besser von 1 zA oder weniger auf. Und weil
kein pn-Übergang und keine Heißträgerdegradation
vorhanden sind, werden die elektrischen Eigenschaf-
ten des Transistors nicht negativ beeinträchtigt.

[0089] Wenn ein Kanalbildungsbereich eines Tran-
sistors einen derartigen Oxidhalbleiter verwendet,
der stark gereinigt ist, indem in der Oxidhalbleiter-
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schicht enthaltener Wasserstoff weitgehend entfernt
wird, kann der Aus-Strom des Transistors extrem re-
duziert werden. Mit anderen Worten kann die Schal-
tung derart entworfen werden, dass die Oxidhalb-
leiterschicht als ein Isolator betrachtet wird, wenn sich
der Transistor in einem nicht leitenden Zustand be-
findet. Wenn sich der Transistor dagegen in einem
leitenden Zustand befindet, ist zu erwarten, dass die
Stromzufuhrfähigkeit der Oxidhalbleiterschicht höher
ist als diejenige einer Halbleiterschicht aus amor-
phem Silicium.

[0090] Es sind keine besonderen Beschränkungen
für das Substrat vorgegeben, das als das Substrat
220 mit einer isolierenden Fläche verwendet wird.
Zum Beispiel kann ein Glassubstrat aus Barium-
borsilikatglas oder Aluminiumborsilikatglas verwen-
det werden.

[0091] In dem Transistor 211 kann ein als Basisfilm
dienender Isolationsfilm zwischen dem Substrat 220
und der Gate-Schicht 221 vorgesehen sein. Der Ba-
sisfilm weist eine Funktion zum Verhindern einer Dif-
fusion eines Verunreinigungselements von dem Sub-
strat auf und kann derart ausgebildet sein, dass er
einen einschichtigen oder mehrschichtigen Aufbau
mit einem Siliciumnitridfilm, einem Siliciumoxidfilm,
einem Siliciumnitridoxidfilm und/oder einem Silicium-
oxynitridfilm aufweist.

[0092] Die Gate-Schicht 221 kann als eine einzel-
ne Schicht oder ein Schichtstapel mit einem Metall-
material wie etwa Molybdän, Titan, Chrom, Tantal,
Wolfram, Aluminium, Kupfer, Neodym oder Scandi-
um oder mit einem Legierungsmaterial, das eines die-
ser Materialien als Hauptkomponente enthält, ausge-
bildet sein.

[0093] Die Gate-Isolationsschicht 222 kann durch
Plasma-CVD, Zerstäubung oder ähnliches als ei-
ne einzelne Schicht oder ein Schichtstapel mit ei-
ner Siliciumoxidschicht, einer Siliciumnitridschicht, ei-
ner Siliciumoxynitridschicht, einer Siliciumnitridoxi-
dschicht, einer Aluminiumoxidschicht, einer Alumini-
umnitridschicht, einer Aluminiumoxynitridschicht, ei-
ner Aluminiumnitridoxidschicht oder einer Hafnium-
oxidschicht ausgebildet werden. Zum Beispiel wird ei-
ne Siliciumnitridschicht (SiNy (y > 0)) mit einer Dicke
von 50 nm bis 200 nm durch Plasma-CVD als eine
erste Gate-Isolationsschicht ausgebildet und wird ei-
ne Siliciumoxidschicht (SiOx (x > 40)) mit einer Dicke
von 5 nm bis 300 nm als eine zweite Gate-Isolations-
schicht über der ersten Gate-Isolationsschicht ausge-
bildet.

[0094] Ein leitender Film für die Source-Schicht 224a
und die Drain-Schicht 224b kann unter Verwendung
eines Elements aus Al, Cr, Cu, Ta, Ti, Mo und W,
einer Legierung, die ein beliebiges dieser Elemen-
te als eine Komponente enthält, eines Legierungs-

films, der eine Kombination beliebiger dieser Ele-
mente enthält, oder ähnlichem ausgebildet werden.
Der leitende Film kann einen Aufbau aufweisen, in
dem eine Schicht aus einem Metall mit einer hohen
Schmelztemperatur wie etwa Ti, Mo, W oder ähnli-
ches über und/oder unter einer Metallschicht aus Al,
Cu oder ähnlichem gestapelt ist. Die Wärmebestän-
digkeit kann unter Verwendung eines Al-Materials er-
höht werden, zu dem ein Element (z. B. Si, Nd oder
Sc), das die Erzeugung von Buckeln oder Fäden in
einem Al-Film verhindert, zugesetzt ist.

[0095] Alternativ hierzu können der leitende Film,
der für die Source-Schicht 224a und die Drain-
Schicht 224b verwendet wird (einschließlich einer
Verdrahtungsschicht, die unter Verwendung dersel-
ben Schicht wie die Source-Schicht 224a und die
Drain-Schicht 224b gebildet wird) aus einem leiten-
den Metalloxid ausgebildet werden. Als leitendes Me-
talloxid kann Indiumoxid (In2O3), Zinnoxid (SnO2),
Zinkoxid (ZnO), eine Indiumoxid-Zinnoxid-Legierung
(In2O3-SnO2: abgekürzt als ITO), eine Indiumoxid-
Zinkoxid-Legierung (In2O3-ZnO) oder eines dieser
Metalloxidmaterialien mit einem darin enthaltenen Si-
liciumoxid verwendet werden.

[0096] Für die Isolationsschicht 225 kann gewöhn-
lich ein anorganischer Isolationsfilm wie etwa ein Si-
liciumoxidfilm, ein Siliciumoxynitridfilm, ein Alumini-
umoxidfilm oder ein Aluminiumoxynitridfilm verwen-
det werden.

[0097] Für die schützende Isolationsschicht 226
kann ein anorganischer Isolationsfilm wie etwa ein Si-
liciumnitridfilm, ein Aluminiumnitridfilm, ein Siliciumni-
tridoxidfilm oder ein Aluminiumnitridoxidfilm verwen-
det werden.

[0098] Ein Planarisierungs-Isolationsfilm kann über
der schützenden Isolationsschicht 226 ausgebildet
werden, um die durch den Transistor verursach-
te Oberflächenrauheit zu reduzieren. Der Planari-
sierungs-Isolationsfilm kann aus einem organischen
Material wie etwa Polyimid, Acryl oder Benzocyclo-
buten ausgebildet werden. Neben derartigen organi-
schen Materialien kann auch ein Material mit einer
kleinen dielektrischen Konstante oder ähnliches ver-
wendet werden. Es ist zu beachten, dass der Planari-
sierungs-Isolationsfilm durch das Stapeln einer Viel-
zahl von aus diesen Materialien ausgebildeten Isola-
tionsfilmen gebildet werden kann.

(Aus-Strom des Transistors)

[0099] Im Folgenden werden die Ergebnisse be-
schrieben, die durch Messungen des Aus-Stroms ei-
nes Transistors mit einer stark gereinigten Oxidhalb-
leiterschicht erhaltenen werden.
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[0100] Zuerst wurde unter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass der Aus-Strom eines Transistors mit
einer stark gereinigten Oxidhalbleiterschicht extrem
klein ist, ein Transistor mit einer Kanalbreite W von 1
m vorbereitet, wobei dann der Aus-Strom gemessen
wurde. Fig. 10 zeigt die Ergebnisse der Messungen
des Aus-Stroms des Transistors mit einer Kanalbrei-
te W von 1 m. In Fig. 10 gibt die horizontale Ach-
se eine Gate-Spannung VG wieder und gibt die ver-
tikale Achse einen Drain-Strom ID wieder. Wenn die
Drain-Spannung VD bei +1 V oder +10 V liegt und die
Gate-Spannung VG im Bereich zwischen –5 V und –
20 V liegt, war der Aus-Strom des Transistors kleiner
oder gleich 1 × 10–12 A und lag damit bei der Bestim-
mungsgrenze. Es hat sich herausgestellt, dass der
Aus-Strom des Transistors (pro Mikrometer der Ka-
nalbreite) kleiner oder gleich 1 aA/μm (1 × 10 10–18 A/
μm) ist.

[0101] Im Folgenden werden die Ergebnisse be-
schrieben, die durch eine genauere Messung des
Aus-Stroms des Transistors mit einer stark gerei-
nigten Oxidhalbleiterschicht erhalten werden. Wie
oben genannt, wurde ein Aus-Strom des Transistors
mit einer stark gereinigten Oxidhalbleiterschicht von
kleiner gleich 1 × 10–12 A festgestellt, was der Be-
stimmungsgrenze der Messeinrichtungen entsprach.
Deshalb wurde ein Element für eine Kennlinienmes-
sung hergestellt, um einen genaueren Aus-Strom-
wert (einen Wert kleiner oder gleich der Bestim-
mungsgrenze der Messeinrichtungen in der vorste-
hend beschriebenen Messung) zu messen. Die da-
durch erhaltenen Ergebnisse werden im Folgenden
genannt.

[0102] Zuerst wird das Element für eine Kennlinien-
messung, das in einem Verfahren zum Messen des
Stroms verwendet wurde, mit Bezug auf Fig. 11 be-
schrieben.

[0103] In dem Element für eine Kennlinienmessung
von Fig. 11 sind drei Messsysteme 800 parallel mit-
einander verbunden. Das Messsystem 800 umfasst
einen Kondensator 802, einen Transistor 804, einen
Transistor 805, einen Transistor 806 und einen Tran-
sistor 808. Die Transistoren 804 und 808 enthalten
eine stark gereinigte Oxidhalbleiterschicht.

[0104] In dem Messsystem 800 sind die Source oder
der Drain des Transistors 804, ein Anschluss des
Kondensators 802 und die Source oder der Drain des
Transistors 805 mit einer Stromquelle (einer Strom-
quelle zum Zuführen von V2) verbunden.

[0105] Weiterhin sind entsprechend der Drain oder
die Source des Transistors 804, die Source oder der
Drain des Transistors 808, der andere Anschluss des
Kondensators 802 und das Gate des Transistors 805
elektrisch miteinander verbunden. Weiterhin sind ent-
sprechend der Drain oder die Source des Transis-

tors 808, die Source oder der Drain des Transistors
806 und das Gate des Transistors 806 elektrisch mit
einer Stromquelle (einer Stromquelle zum Zuführen
von V1) verbunden. Weiterhin sind entsprechend der
Drain oder die Source des Transistors 805 und der
Drain oder die Source des Transistors 806 elektrisch
mit einem Ausgangsanschluss verbunden.

[0106] Ein Potential Vext_b2 zum Steuern eines Ein-
Zustands und eines Aus-Zustands des Transistors
804 wird zu einem Gate des Transistors 804 zuge-
führt, und ein Potential Vext_b1 zum Steuern eines
Ein-Zustands und eines Aus-Zustands des Transis-
tors 808 wird zu einem Gate des Transistors 808 zu-
geführt. Ein Potential Vout wird von dem Ausgabean-
schluss ausgegeben.

[0107] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Mes-
sen des Stroms unter Verwendung des vorstehend
beschriebenen Elements für eine Kennlinienmes-
sung beschrieben.

[0108] Zuerst wird eine Einleitungsperiode, in der ei-
ne Potentialdifferenz zum Messen des Aus-Stroms
angelegt wird, kurz beschrieben. In der Einleitungs-
periode wird das Potential Vext_b1 zum Einschalten
des Transistors 808 in das Gate des Transistors 808
eingegeben und wird ein Potential V1 an einem Kno-
ten A angelegt, der ein elektrisch mit entsprechend
dem Drain oder der Source des Transistors 804 ver-
bundener Knoten ist (d. h. der Knoten, der elektrisch
mit der Source oder dem Drain des Transistors 808,
dem anderen Anschluss des Kondensators 802 und
dem Gate des Transistors 805 verbunden ist). Dabei
ist das Potential V1 zum Beispiel ein hohes Potential
und ist der Transistor 804 aus.

[0109] Danach wird das Potential Vext_b1 zum Aus-
schalten des Transistors 808 in das Gate des Tran-
sistors 808 eingegeben, sodass der Transistor 808
ausgeschaltet wird. Nachdem der Transistor 808 aus-
geschaltet wurde, wird das Potential V1 auf ein nied-
riges Potential gesetzt. Der Transistor 804 ist zu die-
ser Zeit weiterhin aus. Das Potential V2 ist gleich
dem Potential V1. Dadurch wird die Einleitungspe-
riode abgeschlossen. Wenn die Einleitungsperiode
abgeschlossen ist, wird eine Potentialdifferenz zwi-
schen dem Knoten A und der Source oder dem Drain
des Transistors 804 erzeugt. Eine Potentialdifferenz
wird auch zwischen dem Knoten A und entsprechend
dem Drain oder der Source des Transistors 808 er-
zeugt. Dementsprechend fließt eine kleine Menge
elektrischer Ladung durch den Transistor 804 und
den Transistor 808. Es wird also der Aus-Strom er-
zeugt.

[0110] Im Folgenden wird eine Messperiode des
Aus-Stroms kurz beschrieben. In der Messperiode
werden das Potential der Source und des Drains des
Transistors 804 (V2) und das Potential entsprechend
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des Drains oder der Source des Transistors 808 (V1)
jeweils auf ein niedriges Potential fixiert. Dagegen
wird das Potential des Knotens A in der Messperi-
ode nicht fixiert (zu einem Schwebezustand versetzt).
Folglich fließt elektrische Ladung durch die Transis-
toren 804 und 808, wobei die an dem Knoten A ge-
haltene Ladungsmenge sich mit der Zeit ändert. Das
Potential des Knotens A ändert sich in Abhängigkeit
von einer Änderung in der an dem Knoten A gehalte-
nen Ladungsmenge. Das heißt, dass auch das Aus-
gangspotential Vout des Ausgangsanschlusses vari-
iert.

[0111] Fig. 12 zeigt Details (Zeitdiagramm) zu der
Beziehung zwischen den Potentialen in der Einlei-
tungsperiode, in welcher die Potentialdifferenz ange-
legt wird, und in der folgenden Messperiode.

[0112] In der Einleitungsperiode wird zuerst das Po-
tential Vext_b2 auf ein Potential gesetzt, bei dem der
Transistor 804 eingeschaltet wird (hohes Potential).
Dadurch geht das Potential des Knotens A zu V2 und
damit zu einem niedrigen Potential (VSS). Es ist zu
beachten, dass nicht notwendigerweise ein niedriges
Potential (VSS) an dem Knoten A angelegt wird. Da-
nach wird das Potential Vext_b2 auf ein Potential ge-
setzt, bei dem der Transistor 804 ausgeschaltet wird
(niedriges Potential), sodass der Transistor 804 aus-
geschaltet wird. Dann wird das Potential Vext_b1 auf
ein Potential gesetzt, bei dem der Transistor 808 ein-
geschaltet wird (hohes Potential). Dadurch geht das
Potential des Knotens A zu V1 und damit zu einem
hohen Potential (VDD). Danach wird das Potential
Vext_b1 auf ein Potential gesetzt, bei dem der Tran-
sistor 808 ausgeschaltet wird. Folglich wird der Kno-
ten A zu einem Schwebezustand versetzt und wird
die Einleitungsperiode abgeschlossen.

[0113] In der folgenden Messperiode werden das
Potential V1 und das Potential V2 auf ein Potential
gesetzt, bei dem die Ladung zu oder von dem Knoten
A fließt. Dabei werden das Potential V1 und das Po-
tential V2 auf ein niedriges Potential (VSS) gesetzt.
Es ist zu beachten, dass während des Messens des
Ausgangspotentials Vout eine Ausgabeschaltung be-
trieben werden muss, sodass das Potential V1 in ei-
nigen Fällen vorübergehend auf ein hohes Potential
(VDD) gesetzt werden muss. Die Periode, während
der das Potential V1 auf ein hohes Potential (VDD)
gesetzt wird, wird ausreichend kurz vorgesehen, um
die Messung nicht zu beeinflussen.

[0114] Wenn die Potentialdifferenz wie oben be-
schrieben erzeugt wird und die Messperiode gestar-
tet wird, ändert sich die an dem Knoten A gehaltene
Ladungsmenge mit der Zeit, wobei sich das Potential
des Knotens A entsprechend ändert. Das bedeutet,
dass das Potential des Gates des Transistors 805 va-
riiert, sodass auch das Ausgangspotential Vout des
Ausgangsanschlusses mit der Zeit variiert.

[0115] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Be-
rechnen des Aus-Stroms auf der Basis des erhalte-
nen Ausgangspotentials Vout beschrieben.

[0116] Die Beziehung zwischen dem Potential VA
des Knotens A und dem Ausgangspotential Vout wird
erhalten, bevor der Aus-Strom berechnet wird. Auf
diese Weise kann das Potential VA des Knotens A
aus dem Ausgangspotential Vout erhalten werden.
In Übereinstimmung mit der oben genannten Bezie-
hung kann das Potential VA des Knotens A durch die
folgende Gleichung als eine Funktion des Ausgangs-
potentials Vout ausgedrückt werden.

[Formel 1]

VA = F(Vout)

[0117] Die elektrische Ladung QA des Knotens A
kann durch die folgende Gleichung unter Verwen-
dung des Potentials VA des Knotens A, die mit dem
Knoten A verbundene Kapazität CA und eine Kon-
stante (const) ausgedrückt werden. Dabei ist die mit
dem Knoten A verbundene Kapazität CA die Summe
aus der Kapazität des Kondensators 802 und einer
anderen Kapazität.

[Formel 2]

QA = CAVA + const

[0118] Weil ein Strom IA des Knotens A erhalten
wird, indem die zu dem Knoten A fließende elektri-
sche Ladung (oder eine von dem Knoten A fließende
elektrische Ladung) in Bezug auf die Zeit differenziert
wird, wird der Strom IA des Knotens A durch die fol-
gende Gleichung ausgedrückt:

[Formel 3]

[0119] Auf diese Weise kann der Strom IA des Kno-
tens A aus der mit dem Knoten A verbundenen Kapa-
zität CA und dem Ausgangspotential Vout des Aus-
gangsanschlusses erhalten werden.

[0120] Durch das oben beschriebene Verfahren
kann der Leckstrom (der Aus-Strom), der zwischen
einer Source und einem Drain eines Transistors in ei-
nem Aus-Zustand fließt, gemessen werden.

[0121] Es wurden hier der Transistor 804 und der
Transistor 808 hergestellt, die jeweils eine Kanallän-
ge L von 10 μm und eine Kanalbreite W von 50
μm aufweisen und eine stark gereinigte Oxidhalb-
leiterschicht enthalten. In den parallel angeordneten
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Messsystemen 800 betrugen die Kapazitätswerte der
Kondensatoren 802 jeweils 100 fF, 1 pF und 3 pF.

[0122] Es ist zu beachten, dass in der vorstehenden
Messung VDD bei 5 V lag und Vss bei 0 V lag. In
der Messperiode wurde das Potential V1 grundsätz-
lich auf VSS gesetzt und nur in einer Periode von 100
ms nach jeweils 10 s bis 300 s auf VDD gesetzt, wo-
bei Vout gemessen wurde. Das für die Berechnung
des durch das Element fließenden Stroms I verwen-
dete Δt betrug ungefähr 30000 s.

[0123] Fig. 13 zeigt die Beziehung zwischen der
abgelaufenen Zeit und dem Ausgangspotential Vout
in der oben beschriebenen Strommessung. Fig. 13
zeigt, dass das Potential mit der Zeit variiert.

[0124] Fig. 14 zeigt den Aus-Strom bei Raumtem-
peratur (25°C), der auf der Basis der oben beschrie-
benen Strommessung berechnet wird. Es ist zu be-
achten, dass Fig. 14 die Beziehung zwischen einer
Source-Drain-Spannung V und einem Aus-Strom I
des Transistors 804 oder des Transistors 808 zeigt.
Fig. 14 zeigt, dass der Aus-Strom ungefähr 40 zA/
μm betrug, wenn die Source-Drain-Spannung bei 4 V
lag. Wenn die Source-Drain-Spannung bei 3,1 V lag,
war der Aus-Strom kleiner oder gleich 10 zA/μm. Es
ist zu beachten, dass 1 zA gleich 10–21 A ist.

[0125] Weiterhin zeigt Fig. 15 den Aus-Strom in
einer Temperaturumgebung von 85°C, was in der
oben beschriebenen Strommessung berechnet wur-
de. Fig. 15 zeigt die Beziehung zwischen einer Sour-
ce-Drain-Spannung V und einem Aus-Strom I des
Transistors 804 oder des Transistors 808 in einer
Temperaturumgebung von 85°C. Fig. 15 zeigt, dass
der Aus-Strom kleiner oder gleich 100 zA/μm betrug,
wenn die Source-Drain-Spannung bei 3,1 V lag.

[0126] Wie oben beschrieben, konnte bestätigt wer-
den, dass ein Transistor mit einer stark gereinigten
Oxidhalbleiterschicht einen ausreichend kleinen Aus-
Strom aufwies.

(Modifiziertes Beispiel der Transistoren
20 und 21 in dem Bildpunkt 17)

[0127] In der oben genannten Anzeigevorrichtung
wird ein als kanalgeätzter Transistor bezeichnete
Bottom-Gate-Transistor 211 für die Transistoren 20
und 21 in jedem Bildpunkt verwendet (siehe Fig. 9),
wobei der Aufbau der Transistoren 20 und 21 je-
doch nicht hierauf beschränkt ist. Zum Beispiel kön-
nen auch die in Fig. 16A bis Fig. 16C gezeigten Tran-
sistoren verwendet werden.

[0128] Der in Fig. 16A gezeigte Transistor 510 ist ein
als Kanalschutztyp-Transistor (oder Kanalstopptyp-
Transistor) bezeichneter Bottom-Gate-Transistor.

[0129] Der Transistor 510 umfasst über dem mit
einer Isolationsfläche versehenen Substrat 220 die
Gate-Schicht 221, die Gate-Isolationsschicht 222, die
Oxidhalbleiterschicht 223, eine Isolationsschicht 511,
die als eine Kanalschutzschicht dient, die einen Ka-
nalbildungsbereich der Oxidhalbleiterschicht 223 be-
deckt, die Source-Schicht 224a und die Drain-Schicht
224b. Weiterhin ist die Schutzisolationsschicht 226
ausgebildet, um die Source-Schicht 224a, die Drain-
Schicht 224b und die Isolationsschicht 511 zu bede-
cken.

[0130] Ein in Fig. 16B gezeigter Transistor 520 ist
ein Bottom-Gate-Transistor. Der Transistor 520 um-
fasst über dem mit einer Isolationsfläche versehenen
Substrat 220 die Gate-Schicht 221, die Gate-Isolati-
onsschicht 222, die Source-Schicht 224a, die Drain-
Schicht 224b und die Oxidhalbleiterschicht 223. Wei-
terhin ist die Isolationsschicht 225, die die Source-
Schicht 224a und die Drain-Schicht 224b bedeckt,
in Kontakt mit der Oxidhalbleiterschicht 223 vorge-
sehen. Die Schutzisolationsschicht 226 ist weiterhin
über der Isolationsschicht 225 vorgesehen.

[0131] In dem Transistor 520 ist die Gate-Isolations-
schicht 222 auf und in Kontakt mit dem Substrat 220
und der Gate-Schicht 221 vorgesehen und sind die
Source-Schicht 224a und die Drain-Schicht 224b auf
und in Kontakt mit der Gate-Isolationsschicht 222 vor-
gesehen. Die Oxidhalbleiterschicht 223 ist über der
Gate-Isolationsschicht 222, der Source-Schicht 224a
und der Drain-Schicht 224b vorgesehen.

[0132] Der in Fig. 16C gezeigte Transistor 530 ist
ein Top-Gate-Transistor. Der Transistor 530 umfasst
über dem mit einer Isolationsfläche versehenen Sub-
strat 220 eine Isolationsschicht 531, die Oxidhalb-
leiterschicht 223, die Source-Schicht 224a, die Drain-
Schicht 224b, die Gate-Isolationsschicht 222 und die
Gate-Schicht 221. Eine Verdrahtungsschicht 532a
und eine Verdrahtungsschicht 532b sind in Kontakt
und elektrisch verbunden mit jeweils der Source-
Schicht 224a und der Drain-Schicht 224b vorgese-
hen.

[0133] Für die Isolationsschichten 511 und 531 kann
gewöhnlich ein anorganischer Isolationsfilm wie etwa
ein Siliciumoxidfilm, ein Siliciumoxynitridfilm, ein Alu-
miniumoxidfilm oder ein Aluminiumoxynitridfilm ver-
wendet werden. Als ein für die Verdrahtungsschicht
532a und die Verdrahtungsschicht 532b verwende-
ter leitender Film kann ein Element, das aus Al, Cr,
Cu, Ta, Ti, Mo und W gewählt ist, eine Legierung,
das eines dieser Elemente als eine Komponente ent-
hält, ein Legierungsfilm der eine Kombination aus be-
liebigen dieser Elemente enthält, oder ähnliches ver-
wendet werden. Der leitende Film kann einen Auf-
bau aufweisen, in dem eine Metallschicht mit einer
hohen Schmelztemperatur aus Ti, Mo, W oder ähnli-
chem über und/oder unter einer Metallschicht aus Al,
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Cu oder ähnlichem gestapelt ist. Die Wärmebestän-
digkeit kann unter Verwendung eines Al-Materials er-
höht werden, zu der ein Element (z. B. Si, Nd oder
Sc), das die Erzeugung von Buckeln und Fäden in ei-
nem Al-Film verhindert, zugesetzt ist.

(Beispiel für den Herstellungsprozess der
Transistoren 20 und 21 in dem Bildpunkt 17)

[0134] Im Folgenden wird ein Beispiel für den Her-
stellungsprozess der Transistoren 20 und 21 in je-
dem Bildpunkt der Anzeigevorrichtung gemäß der Er-
findung beschrieben. Insbesondere wird ein Herstel-
lungsprozess für einen kanalgeätzten Transistor 410
als einem Typ von Bottom-Gate-Transistor mit Bezug
auf Fig. 17A bis Fig. 17D beschrieben. In Fig. 17D ist
ein Single-Gate-Transistor gezeigt, wobei aber auch
ein Multi-Gate-Transistor mit einer Vielzahl von Ka-
nalbildungsbereichen verwendet werden könnte.

[0135] Im Folgenden wird ein Prozess zum Herstel-
len des Transistors 410 über einem Substrat 400 mit
Bezug auf Fig. 17A bis Fig. 17D beschrieben.

[0136] Zuerst wird ein leitender Film über dem mit
einer Isolationsfläche versehenen Substrat 400 aus-
gebildet, wobei dann eine Gate-Schicht 411 in einem
ersten Fotolithographieschritt ausgebildet wird. Es ist
zu beachten, dass eine in diesem Schritt verwendete
Resistmaske durch ein Tintenstrahlverfahren ausge-
bildet werden kann. Indem eine Resistmaske durch
ein Tintenstrahlverfahren ausgebildet wird, können
die Herstellungskosten reduziert werden, weil keine
Fotomaske verwendet wird.

[0137] Es sind keine besonderen Beschränkungen
für das Substrat vorgegeben, das als das mit einer
Isolationsfläche versehene Substrat 400 verwendet
wird, wobei das Substrat jedoch eine ausreichen-
de Wärmebeständigkeit aufweisen muss, damit es
später einer Wärmebehandlung unterzogen werden
kann. Zum Beispiel kann ein Glassubstrat aus Ba-
riumborsilikatglas oder Aluminiumborsilikatglas ver-
wendet werden. Wenn die spätere Wärmebehand-
lung mit einer hohen Temperatur durchgeführt wird,
wird vorzugsweise ein Glassubstrat mit einem Kühl-
punkt von 730°C oder höher verwendet.

[0138] Eine als Basisschicht funktionierende Isola-
tionsschicht kann zwischen dem Substrat 400 und
der Gate-Schicht 411 vorgesehen werden. Die Ba-
sisschicht weist die Funktion auf, eine Diffusion ei-
nes Verunreinigungselements von dem Substrat 400
zu verhindern, und kann mit einem einschichtigen
oder mehrschichtigen Aufbau unter Verwendung ei-
nes Siliciumnitridfilms, eines Siliciumoxidfilms, eines
Siliciumnitridoxidfilms und/oder eines Siliciumoxyni-
tridfilms ausgebildet werden.

[0139] Die Gate-Schicht 411 kann als eine einfa-
che Schicht oder als ein Schichtstapel unter Verwen-
dung eines Metallmaterials wie etwa Molybdän, Titan,
Chrom, Tantal, Wolfram, Aluminium, Kupfer, Neodym
oder Scandium oder eines Legierungsmaterials, das
eines dieser Materialien als Hauptkomponente ent-
hält, ausgebildet werden.

[0140] Als ein zweischichtiger Aufbau der Gate-
Schicht 411 wird vorzugsweise zum Beispiel einer
der folgenden zweischichtigen Aufbauten verwendet:
ein Aufbau, in dem eine Molybdänschicht über ei-
ne Aluminiumschicht gelagert ist; ein Aufbau, in dem
eine Molybdänschicht über eine Kupferschicht gela-
gert ist; ein Aufbau, in dem eine Titannitridschicht
oder eine Tantalnitridschicht über eine Kupferschicht
gelagert ist; und ein Aufbau, in dem eine Titannitri-
dschicht und eine Molybdänschicht übereinander ge-
lagert sind. Als dreischichtiger Aufbau können vor-
zugsweise eine Wolframschicht oder eine Wolframni-
tridschicht, eine Schicht aus einer Legierung aus Alu-
minium und Silicium oder einer Legierung aus Alumi-
nium und Titan sowie eine Titannitridschicht oder ei-
ne Titanschicht übereinander gestapelt werden.

[0141] Dann wird eine Gate-Isolationsschicht 402
über der Gate-Schicht 411 ausgebildet.

[0142] Die Gate-Isolationsschicht 402 kann durch
Plasma-CVD, Zerstäubung oder ähnliches als eine
einfache Schicht oder ein Schichtstapel unter Ver-
wendung einer Siliciumoxidschicht, einer Siliciumni-
tridschicht, einer Siliciumoxynitridschicht, einer Silici-
umnitridoxidschicht oder einer Aluminiumoxidschicht
ausgebildet werden. Zum Beispiel kann eine Silicium-
oxynitridschicht durch Plasma-CVD unter Verwen-
dung eines Beschichtungsgases einschließlich von
Silan (SiH4), Sauerstoff und Stickstoff ausgebildet
werden. Weiterhin kann ein Material mit einer gro-
ßen dielektrischen Konstante wie etwa Hafniumoxid
(HfOx) oder Tantaloxid (TaOx) für die Gate-Isolations-
schicht 402 verwendet werden. Die Gate-Isolations-
schicht 402 weist eine Dicke von 100 nm bis 500
nm auf. Wenn die Gate-Isolationsschicht 402 einen
mehrschichtigen Aufbau aufweist, werden zum Bei-
spiel eine erste Gate-Isolationsschicht mit einer Di-
cke von 50 nm bis 200 nm und eine zweite Gate-Iso-
lationsschicht mit einer Dicke von 5 nm bis 300 nm
übereinander gestapelt.

[0143] Dabei wird eine Siliciumoxynitridschicht mit
einer Dicke von 100 nm oder weniger als Gate-Isola-
tionsschicht 402 durch Plasma-CVD ausgebildet.

[0144] Als die Gate-Isolationsschicht 402 kann eine
Siliciumoxynitridschicht durch eine Hochdichteplas-
ma-Vorrichtung mit einer hohen Dichte ausgebildet
werden. Unter einer Hochdichteplasma-Vorrichtung
ist eine Vorrichtung zu verstehen, die eine Plasma-
dichte von 1 × 1011/cm3 oder mehr realisieren kann.
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Zum Beispiel wird ein Plasma durch die Anlegung ei-
ner Mikrowellenleistung von 3 kW bis 6 kW erzeugt
und wird eine Isolationsschicht ausgebildet.

[0145] Ein Silangas (SiH4), Stickstoffoxid (N2O) und
ein Edelgas werden als ein Quellengas in eine Kam-
mer eingeführt, um ein Hochdichteplasma mit einem
Druck von 10 Pa bis 30 Pa zu erzeugen, wobei die
Isolationsschicht über dem mit einer Isolationsfläche
versehenen Substrat wie etwa einem Glassubstrat
ausgebildet wird. Danach wird die Zufuhr von Si-
lan (SiH4) gestoppt und kann eine Plasmabehand-
lung auf einer Fläche der Isolationsschicht durch-
geführt werden, indem Stickstoffoxid (N2O) und ein
Edelgas eingeführt werden und keine Aussetzung an
die Luft stattfindet. Die auf der Fläche der Isolations-
schicht durch die Einführung von wenigstens Stick-
stoffoxid (N2O) und eines Edelgases durchgeführ-
te Plasmabehandlung wird vorgenommen, nachdem
die Isolationsschicht ausgebildet wurde. Die durch
den oben beschriebenen Prozess ausgebildete Isola-
tionsschicht weist eine kleine Dicke auf, wobei es sich
um eine Isolationsschicht handelt, deren Zuverlässig-
keit auch dann sichergestellt werden kann, wenn sie
eine Dicke von weniger als 100 nm aufweist.

[0146] Beim Ausbilden der Gate-Isolationsschicht
402 liegt das Flussratenverhältnis zwischen dem Si-
lan (SiH4) und dem Stickstoffoxid (N2O), die in die
Kammer eingeführt werden, im Bereich von 1:10 bis
1:200. Als das in die Kammer eingeführte Edelgas
kann Helium, Argon, Krypton, Xenon oder ähnliches
verwendet werden. Insbesondere wird vorzugsweise
das kostengünstige Argon verwendet.

[0147] Und weil die unter Verwendung der Hoch-
dichteplasma-Vorrichtung ausgebildete Isolations-
schicht eine gleichmäßige Dicke aufweisen kann,
weist die Isolationsschicht eine hervorragende Stu-
fendeckung auf. Weiterhin kann unter Verwendung
der Hochdichteplasma-Vorrichtung die Dicke einer
dünnen Isolationsschicht präzise gesteuert werden.

[0148] Die durch den oben beschriebenen Prozess
ausgebildete Isolationsschicht unterscheidet sich
stark von einer unter Verwendung einer herkömmli-
chen Parallelplattenplasma-CVD-Vorrichtung ausge-
bildeten Isolationsschicht. Die Ätzrate der durch den
oben beschriebenen Prozess ausgebildeten Isolati-
onsschicht ist um 10% oder bis mehr oder auch
20% oder mehr niedriger als diejenige der durch
die herkömmliche Parallelplattenplasma-CVD-Vor-
richtung ausgebildeten Isolationsschicht, wenn Ätz-
raten mit demselben Ätzmittel miteinander verglichen
werden. Es kann also gesagt werden, dass die un-
ter Verwendung der Hochdichteplasma-Vorrichtung
ausgebildete Isolationsschicht ein dichter Film ist.

[0149] Es ist zu beachten, dass der Oxidhalblei-
ter, der in einem späteren Schritt zu einem Oxid-

halbleiter des i-Typs oder im Wesentlichen des i-
Typs wird (stark gereinigter Oxidhalbleiter), extrem
empfindlich in Bezug auf die Zustandsdichte oder
die elektrische Ladung an der Grenzfläche ist, so-
dass die Grenzfläche mit der Gate-Isolationsschicht
wichtig ist. Aus diesem Grund muss die Gate-Iso-
lationsschicht, die in Kontakt mit dem stark gerei-
nigten Oxidhalbleiter kommt, eine hohe Qualität auf-
weisen. Es wird vorzugsweise eine mit Mikrowellen
(2,45 GHz) arbeitende Hochdichteplasma-CVD-Vor-
richtung verwendet, weil ein dichter und hochquali-
tativer Isolationsfilm mit einer großen Spannungsfes-
tigkeit ausgebildet werden kann. Wenn der stark ge-
reinigte Oxidhalbleiter und die hochqualitative Gate-
Isolationsschicht in einem engen Kontakt miteinan-
der sind, kann die Grenzflächenzustandsdichte redu-
ziert werden und können vorteilhafte Grenzflächen-
eigenschaften erhalten werden. Es ist wichtig, dass
die Gate-Isolationsschicht nicht nur eine vorteilhafte
Filmqualität als Gate-Isolationsschicht aufweist, son-
dern auch eine niedrigere Grenzflächen-Zustands-
dichte mit einem Oxidhalbleiter, um eine vorteilhafte
Grenzfläche zu bilden.

[0150] Dann wird ein Oxidhalbleiterfilm 430 mit einer
Dicke von 2 nm bis 200 nm über der Gate-Isolations-
schicht 402 ausgebildet. Es ist zu beachten, dass vor
dem Ausbilden des Oxidhalbleiterfilms 430 durch ei-
ne Zerstäubung pulverförmige Substanzen (auch als
Partikeln oder Staub bezeichnet), die an einer Fläche
der Gate-Isolationsschicht 402 haften, vorzugswei-
se durch ein umgekehrtes Zerstäuben entfernt wer-
den, bei dem ein Argongas eingeführt und ein Plasma
erzeugt wird. Das umgekehrte Zerstäuben stellt ein
Verfahren dar, bei dem ohne Anlegung einer Span-
nung an einer Targetseite eine Hochfrequenz-Strom-
quelle für das Anlegen einer Spannung an einer Sub-
stratseite in einer Argonatmosphäre verwendet wird,
um ein Plasma in der Nachbarschaft zu dem Substrat
für ein Modifizieren einer Fläche zu erzeugen. Es ist
zu beachten, dass anstelle eine Argon-Atmosphäre
auch eine Stickstoff-Atmosphäre, eine Helium-Atmo-
sphäre, eine Sauerstoff-Atmosphäre oder ähnliches
verwendet werden kann.

[0151] Als Oxidhalbleiterfilm 430 wird ein In-Ga-Zn-
O-basierter Oxidhalbleiterfilm, ein In-Sn-O-basier-
ter Oxidhalbleiterfilm, ein In-Sn-Zn-O-basierter Oxid-
halbleiterfilm, ein In-Al-Zn-O-basierter Oxidhalblei-
terfilm, ein Sn-Ga-Zn-O-basierter Oxidhalbleiterfilm,
ein Al-Ga-Zn-O-basierter Oxidhalbleiterfilm, ein Sn-
Al-Zn-O-basierter Oxidhalbleiterfilm, ein In-Zn-O-ba-
sierer Oxidhalbleiterfilm, ein Sn-Zn-O-basierer Oxid-
halbleiterfilm, ein Al-Zn-O-basierter Oxidhalbleiter-
film, ein In-O-basierter Oxidhalbleiterfilm, ein Sn-O-
basierter Oxidhalbleiterfilm oder ein Zn-O-basierter
Oxidhalbleiterfilm verwendet. Dabei wird der Oxid-
halbleiterfilm 430 durch Zerstäubung unter Verwen-
dung eines In-Ga-Zn-O-basierten Metalloxidtargets
ausgebildet. Eine Querschnittansicht dieses Schrit-
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tes ist in Fig. 17A gezeigt. Alternativ hierzu kann
der Oxidhalbleiterfilm 430 durch Zerstäuben in einer
Edelgasatmosphäre (gewöhnlich Argon), einer Sau-
erstoffatmosphäre oder einer gemischten Atmosphä-
re, die ein Edelgas (gewöhnlich Argon) und Sauer-
stoff enthält, ausgebildet werden. Es ist zu beach-
ten, dass bei der Verwendung eines Zerstäubungs-
verfahrens eine Deposition unter Verwendung eines
Targets durchgeführt werden kann, das SiO2 mit zwi-
schen 2 Gewichtsprozent und 10 Gewichtsprozent
durchgeführt werden kann, sodass SiOx (x > 0), das
eine Kristallisation verhindert, in dem Oxidhalbleiter-
film 430 enthalten ist, wodurch eine Kristallisation in
einem späteren Schritt der Wärmebehandlung für ei-
ne Dehydrierung verhindert werden kann.

[0152] Wenn ein In-Zn-O-basiertes Material als
Oxidhalbleiter verwendet wird, weist ein verwendetes
Target ein Zusammensetzungsverhältnis von In:Zn =
50:1 bis 1:2 in einem atomaren Verhältnis (In2O3:ZnO
= 25:1 bis 1:4 in einem molaren Verhältnis), von vor-
zugsweise In:Zn = 20:1 bis 1:1 in einem atomaren
Verhältnis (In2O3:ZnO = 10:1 bis 1:2 in einem molaren
Verhältnis) und von noch besser In:Zn = 15:1 bis 1,
5:1 (In2O3:ZnO = 15:2 bis 3:4 in einem molaren Ver-
hältnis) auf. Zum Beispiel wird in einem Target, das
für die Ausbildung eines In-Zn-O-basierten Oxidhalb-
leiters, der ein atomares Verhältnis von In:Zn:O = X:
Y:Z aufweist, die Beziehung Z > 1,5X + Y erfüllt.

[0153] Dabei wird eine Deposition unter Verwen-
dung eines Metalloxidtargets durchgeführt, das In,
Ga und Zn (In2O3:Ga2O3:ZnO = 1:1:1 [mol] und In:Ga:
Zn = 1:1:0,5 [atom]) enthält. Die Depositionsbedin-
gungen sind wie folgt: die Distanz zwischen dem Sub-
strat und dem Target beträgt 100 mm; der Druck be-
trägt 0,2 Pa; die Gleichstromleistung beträgt 0,5 kW;
und die Atmosphäre enthält Argon und Sauerstoff
(Argon:Sauerstoff = 30 sccm:20 sccm, wobei das
Flussratenverhältnis von Sauerstoff 40% beträgt). Es
ist zu beachten, dass vorzugsweise eine gepulste
Gleichstromleistung verwendet wird, weil die wäh-
rend der Deposition erzeugten Pulversubstanzen re-
duziert werden können und die Filmdicke gleichmä-
ßig vorgesehen werden kann. Als Oxidhalbleiterfilm
wird hier ein 20 nm dicker In-Ga-Zn-O-basierter Film
durch Zerstäuben unter Verwendung eines In-Ga-Zn-
O-basierten Metalloxidtargets ausgebildet. Als Me-
talloxidtarget, das In, Ga und Zn enthält, kann auch
ein Metalloxidtarget mit einem Zusammensetzungs-
verhältnis von In:Ga:Zn = 1:1:1 [atom] oder In:Ga:Zn
= 1:1:2 [atom] verwendet werden.

[0154] Beispiele für ein Zerstäubungsverfahren sind
eine Hochfrequenz-Zerstäubung, in der eine Hoch-
frequenzenergie als Zerstäubungsstromquelle ver-
wendet wird, eine Gleichstrom-Zerstäubung und ei-
ne gepulste Gleichstrom-Zerstäubung, in der eine
Vorspannung gepulst angelegt wird. Die HF-Zerstäu-
bung wird vor allem zum Ausbilden eines Isolations-

films verwendet, während die DC-Zerstäubung vor al-
lem zum Ausbilden eines Metallfilms verwendet wird.

[0155] Es gibt auch eine Mehr-Quellen-Zerstäu-
bungsvorrichtung, in der eine Vielzahl von Targets
aus verschiedenen Materialien vorgesehen werden
kann. Bei der Mehr-Quellen-Zerstäubungsvorrich-
tung können Filme aus verschiedenen Materialien in
derselben Kammer gestapelt werden oder kann ein
Film aus verschiedenen Materialien durch eine elek-
trische Entladung gleichzeitig in derselben Kammer
ausgebildet werden.

[0156] Außerdem gibt es eine Zerstäubungsvorrich-
tung, die mit einem Magnetsystem in der Kammer
versehen ist und für eine Magnetron-Zerstäubung
verwendet wird, und eine Zerstäubungsvorrichtung
für eine ECR-Zerstäubung, in der ein unter Verwen-
dung von Mikrowellen erzeugtes Plasma ohne Glüh-
entladung verwendet wird.

[0157] Weiterhin können als Depositionsverfahren
mit einer Zerstäubung ein reaktives Zerstäuben, in
dem eine Targetsubstanz und eine Zerstäubungs-
gaskomponente während der Deposition chemisch
miteinander reagieren, um eine Dünnfilmkomponente
zu bilden, und ein Vorspannungs-Zerstäuben, in dem
während der Deposition weiterhin eine Spannung an
einem Substrat angelegt wird, verwendet werden.

[0158] Dann wird der Oxidhalbleiterfilm 430 in ei-
nem zweiten Fotolithographieschritt zu einer inselför-
migen Oxidhalbleiterschicht verarbeitet. Eine in die-
sem Schritt verwendete Resistmaske kann durch ein
Tintenstrahlverfahren ausgebildet werden. Indem die
Resistmaske durch ein Tintenstrahlverfahren ausge-
bildet wird, können die Herstellungskosten reduziert
werden, weil keine Fotomaske verwendet wird.

[0159] Es ist zu beachten, dass das Ätzen des
Oxidhalbleiterfilms 430 nicht auf ein Nassätzen be-
schränkt ist und auch ein Trockenätzen verwendet
werden kann.

[0160] Als Ätzgas für das Trockenätzen wird vor-
zugsweise ein Chlor enthaltendes Gas (ein Chlor-ba-
siertes Gas wie etwa Chlor (Cl2), Bortrichlorid (BCl3),
Siliciumtetrachlorid (SiCl4) oder Carbontetrachlorid
(CCl4) verwendet.

[0161] Alternativ hierzu kann ein Fluor enthalten-
des Gas (ein Fluor-basiertes Gas wie etwa Car-
bontetrafluorid (CF4), ein Schwefelhexafluorid (SF6),
Stickstofftrifluorid (NF3) oder Trifluormethan (CHF3));
Wasserstoffbromid (HBr); Sauerstoff (O2); eines die-
ser Gase, zu dem ein Edelgas wie etwa Helium (He)
oder Argon (Ar) zugesetzt ist; oder ähnliches verwen-
det werden.
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[0162] Für das Trockenätzen kann ein Parallelplat-
ten-RIE (reaktives Ionenätzen) oder ICP (induktiv ge-
koppeltes Plasma)-Ätzen verwendet werden. Um den
Film zu einer gewünschten Form zu ätzen, werden
die Ätzbedingungen (die Größe der an einer spiral-
förmigen Elektrode angelegten elektrischen Leistung,
die Größe der an einer Elektrode auf einer Substrat-
seite angelegten Leistung, die Temperatur der Elek-
trode auf der Substratseite oder ähnliches) entspre-
chend eingestellt.

[0163] Nach dem Nassätzen wird das Ätzmittel zu-
sammen mit den geätzten Materialien durch eine Rei-
nigung entfernt. Die Abfallflüssigkeit einschließlich
des Ätzmittels und der geätzten Materialien kann ge-
reinigt werden, sodass die Materialien wiederverwen-
det werden können. Wenn ein Material wie etwa ein
in der Oxidhalbleiterschicht enthaltenes Indium nach
dem Ätzen aus der Abfallflüssigkeit gesammelt und
wiederverwendet wird, können die Ressourcen effi-
zient genutzt werden und können dementsprechend
die Kosten reduziert werden.

[0164] Die Ätzbedingungen (wie etwa das Ätzmit-
tel, die Ätzzeit und die Temperatur) werden entspre-
chend in Abhängigkeit von dem Material eingestellt,
sodass ein Film zu einer gewünschten Form geätzt
werden kann.

[0165] Dann wird eine Dehydrierung der Oxidhalb-
leiterschicht durchgeführt. Die Temperatur der ersten
Wärmebehandlung für eine Dehydrierung ist höher
oder gleich 400°C und niedriger oder gleich 750°C,
vorzugsweise höher oder gleich 400°C und niedriger
als der Kühlpunkt des Substrats. Dabei wird das Sub-
strat in einen elektrischen Ofen eingeführt, der eine
Art von Wärmebehandlungsvorrichtung ist, wird ei-
ne Wärmebehandlung auf der Oxidhalbleiterschicht
in einer Stickstoffatmosphäre bei 450°C für eine St-
unde durchgeführt und wird die Oxidhalbleiterschicht
dann nicht der Luft ausgesetzt, sodass ein Eindringen
von Wasser und Stickstoff in die Oxidhalbleiterschicht
verhindert wird. Auf diese Weise wird eine Oxidhalb-
leiterschicht 431 erhalten (siehe Fig. 17B).

[0166] Es ist zu beachten, dass die Wärmebehand-
lungsvorrichtung nicht auf einen elektrischen Ofen
beschränkt ist, sondern eine beliebige Vorrichtung
zum Heizen eines zu verarbeitenden Objekts mit-
tels von einem Heizelement wie etwa einem Wi-
derstandsheizelement ausgehenden einer Wärmelei-
tung oder Wärmestrahlung sein kann. Zum Beispiel
kann eine RTA(Thermofixierungs)-Vorrichtung wie
etwa eine GRTA(Gas-Thermofixierungs)-Vorrichtung
oder eine LRTA(Lampen-Thermofixierungs)-Vorrich-
tung verwendet werden. Die LRTA-Vorrichtung ist
eine Vorrichtung zum Heizen eines zu verarbeiten-
den Objekts durch Lichtstrahlen (einer elektroma-
gnetischen Welle), die von einer Lampe wie etwa
einer Halogenlampe, einer Metallhalogenlampe, ei-

ner Xenonbogenlampe, einer Kohlebogenlampe, ei-
ner Hochdrucksodiumlampe oder einer Hochdruck-
quecksilberlampe emittiert werden. Die GRTA-Vor-
richtung ist eine Vorrichtung für eine Wärmebehand-
lung, die ein Gas mit einer hohen Temperatur ver-
wendet. Als Gas kann ein Edelgas, das nicht mit ei-
nem durch die Wärmebehandlung zu verarbeitenden
Objekt reagiert, wie etwa Stickstoff oder Argon ver-
wendet werden.

[0167] Zum Beispiel kann als erste Wärmebehand-
lung eine GRTA durchgeführt werden, bei der das
Substrat in ein Edelgas bewegt wird, das auf eine
Temperatur von 650°C bis 700°C erhitzt ist, dort für
mehrere Minuten erhitzt wird und dann aus dem auf
die hohe Temperatur erhitzten Edelgas herausbe-
wegt wird. Eine GRTA ermöglicht eine Wärmebe-
handlung mit einer hohen Temperatur und einer kur-
zen Zeitdauer.

[0168] Es ist zu beachten, dass in der ersten Wärme-
behandlung vorzugsweise kein Wasser, Wasserstoff
und ähnliches in der Stickstoffatmosphäre oder in
dem Edelgas wie etwa Helium, Neon oder Argon ent-
halten sind. Vorzugsweise ist die Reinheit des Stick-
stoffs oder des Edelgases wie etwa Helium, Neon
oder Argon, der bzw. das in die Wärmebehandlungs-
vorrichtung eingeführt wird, auf 6 N (99,9999%) oder
höher oder noch besser auf 7 N (99,99999%) oder
höher gesetzt (das heißt, die Verunreinigungskon-
zentration ist niedriger oder gleich 1 ppm bzw. nied-
riger oder gleich 0,1 ppm).

[0169] Die erste Wärmebehandlung der Oxidhalb-
leiterschicht kann auf dem Oxidhalbleiterfilm 430
durchgeführt werden, bevor dieser zu der inselför-
migen Oxidhalbleiterschicht verarbeitet wird. In die-
sem Fall wird das Substrat nach der ersten Wärme-
behandlung aus der Wärmebehandlungsvorrichtung
entnommen, wobei dann der zweite Fotolithographie-
schritt durchgeführt wird.

[0170] Die Wärmebehandlung für eine Dehydrierung
der Oxidhalbleiterschicht kann zu einem der folgen-
den Zeitpunkte durchgeführt werden: nachdem die
Oxidhalbleiterschicht ausgebildet wurde; nachdem
eine Source-Elektrodenschicht und eine Drain-Elek-
trodenschicht über der Oxidhalbleiterschicht ausge-
bildet wurden; und nachdem ein Schutzisolationsfilm
über der Source-Elektrodenschicht und der Drain-
Elektrodenschicht ausgebildet wurden.

[0171] Wenn ein Öffnungsteil in der Gate-Isolations-
schicht 402 ausgebildet wird, kann der Schritt zum
Ausbilden des Öffnungsteils durchgeführt werden,
bevor oder nachdem der Oxidhalbleiterfilm 430 der
Dehydrierungsbehandlung unterworfen wurde.

[0172] Dann wird ein Metallleitungsfilm über der
Gate-Isolationsschicht 402 und der Oxidhalbleiter-
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schicht 431 ausgebildet. Der Metallleitungsfilm kann
durch eine Zerstäubung oder eine Vakuumverdamp-
fung ausgebildet werden. Der Metallleitungsfilm kann
ausgebildet werden: aus einem Element, das aus
Aluminium (Al), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Tantal (Ta),
Titan (Ti), Molybdän (Mo) und Wolfram (W) gewählt
ist; aus einer Legierung, die eines dieser Elemente
als eine Komponente enthält; aus einer Legierung,
die eine Kombination aus beliebigen dieser Elemen-
te enthält; und aus ähnlichem. Alternativ hierzu kön-
nen ein oder mehrere Materialien verwendet werden,
die aus Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Zirconium
(Zr), Beryllium (Be) oder Yttrium (Y) gewählt wer-
den. Der Metallleitungsfilm kann einen einschichti-
gen Aufbau oder einen mehrschichtigen Aufbau aus
zwei oder mehr Schichten aufweisen. Zum Beispiel
können die folgenden Aufbauten vorgesehen wer-
den: ein einschichtiger Aufbau aus einem Aluminium-
film, der Silicium enthält; ein einschichtiger Aufbau
aus einem Kupferfilm oder einem Film, der Kupfer als
Hauptkomponente enthält; ein zweischichtiger Film,
in dem ein Titanfilm über einem Aluminiumfilm gela-
gert ist; ein zweischichtiger Aufbau, in dem ein Kup-
ferfilm über einem Tantalnitridfilm oder einem Kupfer-
nitridfilm gelagert ist; und ein dreischichtiger Aufbau,
in dem ein Aluminiumfilm über einem Titanfilm gela-
gert ist, und ein weiterer Titanfilm über dem Alumini-
umfilm gelagert ist. Es kann auch ein Film, ein Legie-
rungsfilm oder ein Nitridfilm verwendet werden, der
Aluminium (Al) und ein oder mehrere Elemente ent-
hält, die aus Titan (Ti), Tantal (Ta), Wolfram (W), Mo-
lybdän (Mo), Chrom (Cr), Neodym (Nd) und Scandi-
um (Sc) gewählt sind.

[0173] Wenn eine Wärmebehandlung nach der Aus-
bildung des Metallleitungsfilms durchgeführt wird,
weist der Metallleitungsfilm vorzugsweise eine aus-
reichende Wärmebeständigkeit auf, um der Wärme-
behandlung standzuhalten.

[0174] Eine Resistmaske wird durch einen dritten Li-
thographieschritt über dem Metallleitungsfilm ausge-
bildet und es wird ein selektives Ätzen durchgeführt,
wodurch eine Source-Schicht 415a und eine Drain-
Schicht 415b ausgebildet werden. Dann wird die Re-
sistmaske entfernt (siehe Fig. 17C).

[0175] Es ist zu beachten, dass die Materialien und
Ätzbedingungen entsprechend eingestellt werden,
sodass die Oxidhalbleiterschicht 431 nicht während
des Ätzens des Metallleitungsfilms entfernt wird.

[0176] Dabei wird ein Titanfilm für den Metalllei-
tungsfilm verwendet. Weil ein In-Ga-Zn-O-basier-
tes Oxid für die Oxidhalbleiterschicht 431 verwen-
det wird, wird eine Ammoniakwasserstoffperoxid-Mi-
schung (eine Mischlösung aus Ammoniak, Wasser
und Wasserstoffperoxid) als Ätzmittel verwendet, um
die Ätzselektivität der Oxidhalbleiterschicht 431 und
des Metallleitungsfilms zu berücksichtigen.

[0177] Es ist zu beachten, dass in dem dritten Foto-
lithographieschritt in einigen Fällen ein Teil der Oxid-
halbleiterschicht 431 geätzt wird, wodurch eine Rille
(ein vertiefter Teil) in der Oxidhalbleiterschicht aus-
gebildet wird. Die in diesem Schritt verwendete Re-
sistmaske kann durch ein Tintenstrahlverfahren aus-
gebildet werden. Indem die Resistmaske durch ein
Tintenstrahlverfahren ausgebildet wird, können die
Herstellungskosten reduziert werden, weil keine Fo-
tomaske verwendet wird.

[0178] Um die Anzahl der in einem Fotolithogra-
phieprozess verwendeten Fotomasken und die An-
zahl der Fotolithographieschritte zu reduzieren, kann
ein Ätzschritt unter Verwendung einer Mehrtonmas-
ke durchgeführt werden, die eine Belichtungsmas-
ke ist, durch die Licht mit einer Vielzahl von Inten-
sitäten durchgelassen wird. Weil eine unter Verwen-
dung einer Mehrtonmaske ausgebildete Resistmas-
ke eine Vielzahl von Dicken aufweist und durch ei-
ne Veraschung weiter in ihrer Form verändert werden
kann, kann die Resistmaske in einer Vielzahl von Ätz-
schritten verwendet werden, um verschiedene Mus-
ter vorzusehen. Folglich kann eine Resistmaske in
Entsprechung zu zwei oder mehr verschiedenen Ar-
ten von Mustern mittels einer Mehrtonmaske ausge-
bildet werden. Dadurch kann die Anzahl der Belich-
tungsmasken und der entsprechenden Fotolithogra-
phieschritte reduziert werden, wodurch der Prozess
vereinfacht wird.

[0179] Dann wird eine Plasmabehandlung unter Ver-
wendung eines Gases wie etwa Stickstoffoxid (N2O),
Stickstoff (N2) oder Argon (Ar) durchgeführt. Die-
se Plasmabehandlung entfernt absorbiertes Wasser
und ähnliches, die an einer freiliegenden Fläche der
Oxidhalbleiterschicht haften. Die Plasmabehandlung
kann unter Verwendung eines Mischgases aus Sau-
erstoff und Argon durchgeführt werden.

[0180] Nach der Plasmabehandlung wird eine Oxidi-
solationsschicht 416, die als ein Schutzisolationsfilm
dient und in Kontakt mit einem Teil der Oxidhalbleiter-
schicht ist, ohne Aussetzung an die Luft ausgebildet.

[0181] Die Oxidisolationsschicht 416, die eine Dicke
von wenigstens 1 nm oder mehr aufweist, kann ent-
sprechend unter Verwendung eines Verfahrens wie
etwa einer Zerstäubung ausgebildet werden, bei dem
keine Verunreinigungen wie etwa Wasser und Was-
serstoff in die Oxidisolationsschicht 416 gemischt
werden. Wenn Wasserstoff in der Oxidisolations-
schicht 416 enthalten ist, tritt der Wasserstoff in die
Oxidhalbleiterschicht ein, sodass ein Rückkanal der
Oxidhalbleiterschicht 431 einen niedrigeren Wider-
stand (n-Typ) aufweist und somit unter Umständen
ein parasitärer Kanal ausgebildet wird. Deshalb ist
es wichtig, dass die Oxidisolationsschicht 416 durch
ein Verfahren ausgebildet wird, das keinen Wasser-
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stoff verwendet, damit die Oxidisolationsschicht 416
so wenig Wasserstoff wie möglich enthält.

[0182] Dabei wird ein 200 nm dicker Siliciumoxid-
film als Oxidisolationsschicht 416 durch eine Zerstäu-
bung ausgebildet. Die Substrattemperatur bei der De-
position kann höher oder gleich der Raumtempera-
tur und niedriger oder gleich 300°C sein, wobei sie
in dieser Ausführungsform bei 100°C liegt. Der Sili-
ciumoxidfilm kann durch eine Zerstäubung in einer
Edelgasatmosphäre (gewöhnlich Argon), einer Sau-
erstoffatmosphäre oder einer Atmosphäre aus einem
Edelgas (gewöhnlich Argon) und Sauerstoff ausge-
bildet werden. Als Target kann ein Siliciumoxidtarget
oder ein Siliciumtarget verwendet werden. Zum Bei-
spiel kann der Siliciumoxidfilm durch eine Zerstäu-
bung unter Verwendung eines Siliciumtargets in einer
Atmosphäre aus Sauerstoff und Stickstoff ausgebil-
det werden.

[0183] Dann wird eine zweite Wärmebehandlung
(vorzugsweise bei 200°C bis 400°C, z. B. bei
250°C bis 350°C) in einer Edelgasatmosphäre oder
einer Sauerstoffgasatmosphäre durchgeführt. Zum
Beispiel wird die zweite Wärmebehandlung in ei-
ner Stickstoffatmosphäre bei 250°C für eine Stunde
durchgeführt. Durch die zweite Wärmebehandlung
wird ein Teil der Oxidhalbleiterschicht (ein Kanalbil-
dungsbereich) erhitzt, während er in Kontakt mit der
Oxidisolationsschicht 416 ist. Dann wird Sauerstoff
zu dem Teil der Oxidhalbleiterschicht (dem Kanalbil-
dungsbereich) zugeführt.

[0184] Durch die oben genannten Schritte können
ein Bereich mit einem extrem großen Widerstand und
ein Bereich mit einem relativ kleinen Widerstand in
der Oxidhalbleiterschicht selbstausrichtend ausgebil-
det werden. Wenn die Wärmebehandlung (die ers-
te Wärmebehandlung) für eine Dehydrierung auf der
Oxidhalbleiterschicht wie oben beschrieben durch-
geführt wird, wird ein Sauerstoffmangel verursacht,
der die Leitfähigkeit der Oxidhalbleiterschicht erhöht.
Danach werden die Source-Schicht 415a und die
Drain-Schicht 415b ausgebildet und wird weiterhin
die Oxidisolationsschicht 416 ausgebildet. Dann wird
die zweite Wärmebehandlung durchgeführt, wodurch
Sauerstoff zu dem Teil der Oxidhalbleiterschicht zu-
geführt wird, der in Kontakt mit der Oxidisolations-
schicht 416 (einem Kanalbildungsbereich 413) ist,
sodass der Sauerstoffmangel entfernt wird und ei-
ne Oxidhalbleiterschicht eines i-Typs oder im We-
sentlichen eines i-Typs erhalten wird. Außerdem wird
kein Sauerstoff zu den anderen Teilen der Oxidhalb-
leiterschicht zugeführt, die in Kontakt mit der Sour-
ce-Schicht 415a und der Drain-Schicht 415b ist, so-
dass der Sauerstoffmangel nicht entfernt wird und
ein relativ kleiner Widerstand aufrechterhalten wird.
Diese Teile der Oxidhalbleiterschicht dienen als ein
Source-Bereich und ein Drain-Bereich in dem Tran-
sistor. Es werden also ein mit der Source-Schicht

415a überlappender Source-Bereich 414a und ein
mit der Drain-Schicht 415b überlappender Drain-Be-
reich 414b selbstausrichtend ausgebildet. Durch die
vorstehend beschriebenen Schritte wird der Transis-
tor 410 ausgebildet.

[0185] Wenn in einem Gate-Vorspannung-Tempera-
tur-Belastungstest (BT-Test) bei 85°C mit 2 × 106

V/cm für 12 Stunden eine Verunreinigung (wie et-
wa Wasserstoff) in einem Oxidhalbleiter vorgese-
hen wurde, wird die Bindung zwischen der Verunrei-
nigung und der Hauptkomponente des Oxidhalblei-
ters durch ein hohes elektrisches Feld (B: Vorspan-
nung) und die hohe Temperatur (T: Temperatur) ge-
brochen, sodass eine dadurch erzeugte hängende
Bindung eine Verschiebung in der Schwellwertspan-
nung (Vth) verursacht. Andererseits werden Verun-
reinigungen in einem Oxidhalbleiter, insbesondere
Wasserstoff oder Wasser, möglichst weitgehend ent-
fernt, sodass ein dichter und hochqualitativer Isolati-
onsfilm mit einer hohen Spannungsfestigkeit und gu-
ten Grenzflächeneigenschaften mit einem Oxidhalb-
leiter durch die Hochdichteplasma-CVD-Vorrichtung
wie oben beschrieben ausgebildet wird. Dann kann
ein Transistor erhalten werden, der auch in dem BT-
Test stabil ist.

[0186] Weiterhin kann eine Wärmebehandlung in
der Luft bei 100°C bis 200°C für eine Stunde bis 30
Stunden durchgeführt werden. Hier wird eine Wär-
mebehandlung bei 150°C für 10 Stunden durchge-
führt. Diese Wärmebehandlung kann mit einer fixier-
ten Heiztemperatur durchgeführt werden. Alternativ
hierzu kann die folgende Änderung in der Heiztempe-
ratur wiederholt vorgenommen werden: die Heiztem-
peratur wird von der Raumtemperatur zu einer Tem-
peratur von 100°C bis 200°C erhöht und dann auf die
Raumtemperatur vermindert. Diese Wärmebehand-
lung kann unter einem reduzierten Druck durchge-
führt werden, bevor der Oxidisolationsfilm ausgebil-
det wird. Die Wärmebehandlungszeit kann unter dem
reduzierten Druck verkürzt werden. Durch diese Wär-
mebehandlung kann Wasserstoff in der Oxidisolati-
onsschicht aus der Oxidhalbleiterschicht entnommen
werden.

[0187] Es ist zu beachten, dass die Zuverlässigkeit
des Transistors verbessert werden kann, indem der
Drain-Bereich 414b in dem Teil der Oxidhalbleiter-
schicht ausgebildet wird, der mit der Drain-Schicht
415b überlappt. Insbesondere indem der Drain-Be-
reich 414b ausgebildet wird, kann die Leitfähigkeit all-
mählich von der Drain-Schicht 415b, dem Drain-Be-
reich 414b und zu dem Kanalbildungsbereich 413 ge-
ändert werden.

[0188] Der Source-Bereich oder der Drain-Bereich
in der Oxidhalbleiterschicht wird in der gesamten Di-
ckenrichtung ausgebildet, wenn die Dicke der Oxid-
halbleiterschicht nur 15 nm oder weniger beträgt.
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Wenn die Dicke der Oxidhalbleiterschicht 30 nm bis
50 nm beträgt, wird der Widerstand in einem Teil der
Oxidhalbleiterschicht reduziert, nämlich in dem Be-
reich der Oxidhalbleiterschicht, der in Kontakt mit der
Source-Schicht oder der Drain-Schicht ist, sowie in
der Nachbarschaft dazu, wobei der Source-Bereich
oder der Drain-Bereich ausgebildet wird, während ein
anderer Bereich in der Oxidhalbleiterschicht in der
Nähe der Gate-Isolationsschicht als i-Typ vorgese-
hen werden kann.

[0189] Eine Schutzisolationsschicht kann weiterhin
über der Oxidisolationsschicht 416 ausgebildet wer-
den. Zum Beispiel wird ein Siliciumnitridfilm durch
eine HF-Zerstäubung ausgebildet. Die HF-Zerstäu-
bung wird vorzugsweise für das Ausbilden der Schut-
zisolationsschicht verwendet, weil dadurch eine hohe
Produktivität erzielt wird. Die Schutzisolationsschicht
wird unter Verwendung eines anorganischen Isola-
tionsfilms ausgebildet, der keine Verunreinigungen
wie etwa Feuchtigkeit, Wasserstoffionen oder OH–

enthält, und blockiert das Eindringen dieser Verun-
reinigungen von außen. Zum Beispiel wird ein Silici-
umnitridfilm, ein Aluminiumnitridfilm, ein Siliciumnitri-
doxidfilm oder ein Aluminiumoxynitridfilm verwendet.
Dabei wird als Schutzisolationsschicht eine Schutzi-
solationsschicht 403 unter Verwendung eines Silici-
umnitridfilms ausgebildet (siehe Fig. 17D).

(Verschiedene elektronische Geräte
mit einer Anzeigevorrichtung)

[0190] Beispiele für elektronische Geräte, die die
Anzeigevorrichtung gemäß der Erfindung enthalten,
werden im Folgenden mit Bezug auf Fig. 18A bis
Fig. 18F beschrieben.

[0191] Fig. 18A zeigt einen Laptop-Computer, der
einen Hauptkörper 2201, ein Gehäuse 2202, einen
Anzeigeteil 2203, eine Tastatur 2204 und ähnliches
enthält.

[0192] Fig. 18B zeigt einen PDA, der einen Haupt-
körper 2211 mit einem Anzeigeteil 2213, einer exter-
nen Schnittstelle 2215, einer Betätigungstaste 2214
und ähnlichem umfasst. Ein Eingabestift 2212 ist als
Zubehör für den Betrieb vorgesehen.

[0193] Fig. 18C zeigt einen E-Book-Reader 2220
als ein Beispiel für ein elektronisches Papier. Der E-
Book-Reader 2220 umfasst zwei Gehäuse, nämlich
ein Gehäuse 2221 und ein Gehäuse 2223. Die Ge-
häuse 2221 und 2223 sind durch einen Achsenteil
2237 miteinander verbunden, entlang dessen der E-
Book-Reader 2220 geöffnet und geschlossen werden
kann. Mit diesem Aufbau kann der E-Book-Reader
2220 wie ein Papierbuch verwendet werden.

[0194] Ein Anzeigeteil 2225 ist in dem Gehäuse
2221 integriert, und ein Anzeigeteil 2227 ist in dem

Gehäuse 2223 integriert. Der Anzeigeteil 2225 und
der Anzeigeteil 2227 können das gleiche Bild oder
verschiedene Bilder anzeigen. Wenn der E-Book-Re-
ader 2220 einen Aufbau aufweist, in dem jeweils
verschiedene Bilder auf den Anzeigeteilen angezeigt
werden, kann zum Beispiel ein Text auf dem rech-
ten Anzeigeteil (dem Anzeigeteil 2225 in Fig. 18C)
angezeigt werden und können Bilder auf dem linken
Anzeigeteil (dem Anzeigeteil 2227 in Fig. 18C) ange-
zeigt werden.

[0195] Weiterhin ist das Gehäuse 2221 wie in
Fig. 18C gezeigt mit einem Betätigungsteil oder ähn-
lichem versehen. Zum Beispiel enthält das Gehäu-
se 2221 eine Ein/Aus-Taste 2231, eine Betätigungs-
taste 2233 und einen Lautsprecher 2235. Unter Ver-
wendung der Betätigungstaste 2233 kann geblättert
werden. Es ist zu beachten, dass eine Zeigeeinrich-
tung oder ähnliches an der Oberfläche des Gehäu-
ses, an welcher der Anzeigeteil vorgesehen ist, vor-
gesehen sein kann. Weiterhin können ein externer
Verbindungsanschluss (ein Kopfhöreranschluss, ein
USB-Anschluss, ein Anschluss für die Verbindung
mit verschiedenen Kabeln wie etwa einem Netzge-
rätkabel, einem USB-Kabel oder ähnlichem), ein Auf-
zeichnungsmedium-Einsteckteil oder ähnliches an
der Rückfläche oder Seitenfläche des Gehäuses vor-
gesehen sein. Der E-Book-Reader 2220 kann auch
eine Funktion für ein elektronisches Wörterbuch auf-
weisen.

[0196] Der E-Book-Reader 2220 kann konfiguriert
sein, um Daten drahtlos zu senden und zu empfan-
gen. Über die drahtlose Kommunikation können ge-
wünschte Buchdaten oder ähnliches erworben und
von einem E-Book-Server heruntergeladen werden.

[0197] Es ist zu beachten, dass das elektronische
Papier auf verschiedene Informationsanzeigegeräte
angewendet werden kann. Zum Beispiel kann das
elektronische Papier nicht nur auf E-Book-Reader,
sondern auch für Poster, Werbung in Fahrzeugen wie
etwa Zügen und für die Anzeige an verschiedenen
Karten wie etwa Kreditkarten verwendet werden.

[0198] Fig. 18D zeigt ein Mobiltelefon, das zwei Ge-
häuse umfasst: ein Gehäuse 2240 und ein Gehäuse
2241. Das Gehäuse 2241 ist mit einem Anzeigepa-
neel 2242, einem Lautsprecher 2243, einem Mikro-
fon 2244, einer Zeigeeinrichtung 2246, einer Kame-
ralinse 2247, einem externen Verbindungsanschluss
2248 und ähnlichem versehen. Das Gehäuse 2240
ist mit einer Solarzelle 2249, die das Mobiltelefon auf-
lädt, einem externen Speicherschlitz 2250 und ähn-
lichem versehen. Eine Antenne ist in dem Gehäuse
2241 integriert.

[0199] Das Anzeigepaneel 2242 weist eine Berüh-
rungspaneelfunktion auf. Eine Vielzahl von Betäti-
gungstasten 2245, die als Bilder angezeigt werden,
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ist durch die Strichlinien von Fig. 18D wiedergege-
ben. Es ist zu beachten, dass das Mobiltelefon eine
Verstärkerschaltung zum Erhöhen der Spannungs-
ausgabe aus der Solarzelle 2249 zu einer für die
Schaltungen erforderlichen Spannung enthält. Das
Mobiltelefon kann auch einen kontaktlosen IC-Chip,
eine kleine Aufzeichnungseinrichtung oder ähnliches
zusätzlich zu dem oben genannten Aufbau enthalten.

[0200] Die Anzeigeausrichtung des Anzeigepaneels
2242 ändert sich entsprechend in Übereinstimmung
mit dem Anwendungsmodus. Weiterhin ist die Ka-
meralinse 2247 auf derselben Fläche vorgesehen
wie das Anzeigepaneel 2242, sodass das Mobilte-
lefon als Videotelefon verwendet werden kann. Der
Lautsprecher 2243 und das Mikrofon 2224 können
für Videotelefonanrufe, für eine Aufzeichnung, für
die Wiedergabe von Klängen und für Sprachanru-
fe verwendet werden. Weiterhin können die wie in
Fig. 18D gezeigt ausgebildeten Gehäuse 2240 und
2241 verschoben werden, sodass die Gehäuse ein-
ander überlappen, wodurch die Größe des Mobiltele-
fons reduziert wird, sodass es besser getragen wer-
den kann.

[0201] Der externe Verbindungsanschluss 2248
kann mit einem Netzgerät oder verschiedenen Ka-
beln wie etwa einem USB-Kabel verbunden werden,
um ein Aufladen des Mobiltelefons und eine Daten-
kommunikation zu ermöglichen. Wenn ein Aufzeich-
nungsmedium in den externen Speicherschlitz 2250
eingesteckt wird, kann eine größere Datenmenge ge-
speichert und verschoben werden. Zusätzlich zu den
vorstehend genannten Funktionen können eine Infra-
rotkommunikationsfunktion, eine Fernsehempfangs-
funktion oder ähnliches vorgesehen sein.

[0202] Fig. 18E zeigt eine digitale Kamera, die ei-
nen Hauptkörper 2261, einen Anzeigeteil (A) 2267,
ein Okular 2263, einen Betätigungsschalter 2264, ei-
nen Anzeigeteil (B) 2265, eine Batterie 2266 und ähn-
liches umfasst.

[0203] Fig. 18F zeigt ein Fernsehgerät 2270, in dem
ein Anzeigeteil 2273 in einem Gehäuse 2271 inte-
griert ist. Bilder können auf dem Anzeigeteil 2273 an-
gezeigt werden. Dabei wird das Gehäuse 2271 durch
einen Ständer 2275 gehalten.

[0204] Das Fernsehgerät 2270 kann über einen Be-
tätigungsschalter an dem Gehäuse 2271 oder eine
separate Fernbedienung 2280 bedient werden. Die
Fernsehsender und die Lautstärke können durch eine
Betätigungstaste 2279 der Fernbedienung 2280 ge-
steuert werden, sodass ein auf dem Anzeigeteil 2273
angezeigtes Bild gesteuert werden kann. Die Fern-
bedienung 2280 kann einen Anzeigeteil 2227 aufwei-
sen, auf dem die aus der Fernbedienung 2280 aus-
gegebenen Informationen angezeigt werden können.

[0205] Es ist zu beachten, dass das Fernsehgerät
2270 vorzugsweise mit einem Empfänger, einem Mo-
dem und ähnlichem ausgestattet ist. Mit dem Emp-
fänger kann ein Fernsehsignal empfangen werden.
Weiterhin ist das Fernsehgerät drahtgebunden oder
drahtlos über das Modem mit einem Kommunikati-
onsnetzwerk verbunden, sodass eine unidirektiona-
le (von einem Sender zu einem Empfänger) oder ei-
ne bidirektionale (zwischen einem Sender und einem
Empfänger oder zwischen Empfängern) Datenkom-
munikation durchgeführt werden kann.

[0206] Die vorliegende Anmeldung beruht auf der ja-
panischen Patentanmeldung mit der Seriennummer
2010-050869, die am 8. März 2010 am japanischen
Patentamt eingereicht wurde und deren vollständiger
Inhalt hier unter Bezugnahme eingeschlossen ist.

Liste der Bezugszeichen

10: Bildpunktteil; 11: Erste-Abtastleitung-Treiber-
schaltung; 12: Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-
Treiberschaltung; 13: Steuereinrichtung; 14: erste
Abtastleitung; 15: Signalleitung; 16: zweite Abtast-
leitung; 17: Bildpunkt; 18: Signalleitung-Treiber-
schaltung; 19: Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung; 20: Transistor; 21: Transistor; 22: Kondensa-
tor; 23: Flüssigkristallelement; 110: Schieberegis-
ter; 111: Latch; 112: Latch; 113: Puffer; 115: UND-
Gatter; 120: Schieberegister; 121: Latch; 122:
Latch; 123: Latch; 124: Latch; 125: Digital-zu-Ana-
log-Wandlerschaltung (DAW); 126: analoger Puf-
fer; 127: UND-Gatter; 128: Latch; 129: Digital-zu-
Analog-Wandlerschaltung (DAW); 130: analoger
Puffer; 131: Rahmenspeicher; 132: Vergleicher-
schaltung; 133: Koordinatenspeicher; 134: Da-
tensignal-Leseschaltung; 135: Neuschreibungs-
signal-Erzeugungsschaltung; 180: Schieberegis-
ter zum Treiben der Signalleitung; 190: Schiebe-
register zum Treiben der zweiten Abtastleitung;
211: Transistor; 220: Substrat; 221: Gate-Schicht;
222: Gate-Isolationsschicht; 223: Oxidhalbleiter-
schicht; 224a: Source-Schicht; 224b: Drain-
Schicht; 225: Isolationsschicht; 226: Schutzisola-
tionsschicht; 400: Substrat; 402: Gate-Isolations-
schicht; 403: Schutzisolationsschicht; 410: Tran-
sistor; 411: Gate-Schicht; 413: Kanalbildungs-
bereich; 414a: Source-Bereich; 414b: Drain-Be-
reich; 415a: Source-Schicht; 415b: Drain-Schicht;
416: Oxidisolationsschicht; 430: Oxidhalbleiter-
film; 431: Oxidhalbleiterschicht; 510: Transistor;
511: Isolationsschicht; 520: Transistor; 530: Tran-
sistor; 531: Isolationsschicht; 532a: Verdrahtungs-
schicht; 532b: Verdrahtungsschicht; 800: Mess-
system; 802: Kondensator; 804: Transistor; 805:
Transistor; 806: Transistor; 808: Transistor; 2201:
Hauptkörper; 2202: Gehäuse; 2203: Anzeigeteil;
2204: Tastatur; 2211: Hauptkörper; 2212: Einga-
bestift; 2213: Anzeigeteil; 2214: Betätigungstas-
te; 2215: externe Grenzfläche; 2220: E-Book-Re-
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ader; 2221: Gehäuse; 2223: Gehäuse; 2225: An-
zeigeteil; 2227: Anzeigeteil; 2231: Ein/Aus-Tas-
te; 2233: Betätigungstaste; 2235: Lautsprecher;
2237: Achsenteil; 2240: Gehäuse; 2241: Gehäu-
se; 2242: Anzeigepaneel; 2243: Lautsprecher;
2244: Mikrofon; 2245: Betätigungstaste; 2246:
Zeigeeinrichtung; 2247: Kameralinse; 2248: ex-
terner Verbindungsanschluss; 2249: Solarzelle;
2250: externer Speicherschlitz; 2261: Hauptkör-
per; 2263: Okular; 2264: Betätigungsschalter;
2265: Anzeigeteil (B); 2266: Batterie; 2267: An-
zeigeteil (A); 2270: Fernsehgerät; 2271: Gehäuse;
2273: Anzeigeteil; 2275: Ständer; 2277: Anzeige-
teil; 2279; Betätigungstaste; 2280: Fernbedienung
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- JP 2010-050869 [0206]



DE 11 2011 100 840 T5    2013.01.17

27/50

Patentansprüche

1.  Anzeigevorrichtung, die umfasst:
eine Steuereinrichtung, die konfiguriert ist, um ein
Reihenneuschreibungs-Steuersignal, das angibt, ob
eine Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Rahmen in wenigstens einem ersten bis n-ten Bild-
punkt (n ist eine natürliche Zahl von zwei oder mehr)
in derselben Reihe vorhanden ist, und ein Spal-
tenneuschreibungs-Steuersignal, das angibt, ob eine
Differenz zwischen den zwei aufeinanderfolgenden
Rahmen in einem k-ten Bildpunkt (k ist eine natürliche
Zahl größer oder gleich ein und kleiner oder gleich n)
vorhanden ist, auszugeben,
eine erste Abtastleitung, die elektrisch mit den ersten
bis n-ten Bildpunkten verbunden ist, wobei die erste
Abtastleitung operativ mit der Steuereinrichtung ver-
bunden ist,
eine zweite Abtastleitung, die elektrisch mit Bildpunk-
ten in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbun-
den ist, wobei die zweite Abtastleitung operativ mit
der Steuereinrichtung verbunden ist, und
eine Signalleitung, die elektrisch mit den Bildpunkten
in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbunden
ist, wobei die Signalleitung operativ mit der Steuer-
einrichtung verbunden ist,
wobei der k-te Bildpunkt umfasst:
einen ersten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der ersten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit der Signalleitung
verbunden ist, und
einen zweiten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der zweiten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit entsprechend dem
Drain oder der Source des ersten Transistors verbun-
den ist.

2.   Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen in einer ersten
Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastleitung
auszugeben,
einen ersten Latch zum Treiben der ersten Ab-
tastleitung, der konfiguriert ist, um das zugeführ-
te Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrechtzu-
erhalten, wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird,
und das Reihenneuschreibungs-Steuersignal in einer
Vertikalrücksprungperiode, die auf die erste Abtast-
periode zum Treiben der ersten Abtastleitung folgt,
auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, der konfiguriert ist, um das von dem ersten
Latch zum Treiben der ersten Abtastleitung eingege-
bene Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in der Vertikalrücksprungperiode und einer zwei-
ten Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastlei-

tung, die auf die Vertikalrücksprungperiode folgt, aus-
zugeben, und
einen Puffer, der konfiguriert ist, um in Übereinstim-
mung mit dem von dem zweiten Latch zum Trei-
ben der ersten Abtastleitung eingegebenen Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zu wählen, ob ein Aus-
wahlsignal zu der ersten Abtastleitung in einer hori-
zontalen Abtastperiode, die in der zweiten Abtastpe-
riode zum Treiben der ersten Abtastleitung enthalten
ist, zugeführt wird.

3.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen auszugeben, und
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der ersten Abtast-
leitung verbunden ist, dessen zweiter Eingangsan-
schluss elektrisch mit einer Verdrahtung verbunden
ist, die das Reihenneuschreibungs-Steuersignal zu-
führt, und dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit
der ersten Abtastleitung verbunden ist.

4.   Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen in einer ersten Abtastperiode zum Treiben der
Signalleitung und der zweiten Abtastleitung auszuge-
ben,
einen ersten Latch zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um das
zugeführte Spaltenneuschreibungs-Steuersignal auf-
rechtzuerhalten, wenn ein Auswahlsignal eingege-
ben wird, und das Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in einer Horizontalrücksprungperiode, die auf die
erste Abtastperiode zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung folgt, auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um das aus dem ersten Latch zum Treiben der Si-
gnalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Spaltenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signal zu der zweiten Abtastleitung in einer horizonta-
len Abtastperiode einschließlich der Horizontalrück-
sprungperiode und einer zweiten Abtastperiode zum
Treiben der Signalleitung und der zweiten Abtastlei-
tung, die auf die Horizontalrücksprungperiode folgt,
auszugeben,
einen dritten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um ein zugeführtes Datensignal aufrechtzuerhalten,
wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird, und das
Datensignal in der Horizontalrücksprungperiode aus-
zugeben,
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einen vierten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um
das aus dem dritten Latch zum Treiben der Signal-
leitung und der zweiten Abtastleitung ausgegebene
Datensignal aufrechtzuerhalten und das Datensignal
in der horizontalen Abtastperiode auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem vierten Latch zum Treiben
der Signalleitung und der zweiten Abtastleitung aus-
gegebene Datensignal zu einem analogen Datensi-
gnal zu wandeln, und
einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um in
Übereinstimmung mit dem Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal zu wählen, ob das analoge Datensignal
zu der Signalleitung in der horizontalen Abtastperiode
zugeführt wird.

5.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen auszugeben,
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung verbunden ist, dessen
zweiter Eingangsanschluss elektrisch mit einer Ver-
drahtung verbunden ist, die das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal zuführt und dessen Ausgangsan-
schluss elektrisch mit der zweiten Abtastleitung ver-
bunden ist,
einen Latch zum Treiben der Signalleitung und der
zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um ein zu-
geführtes Datensignal aufrechtzuerhalten, wenn ein
Auswahlsignal eingegeben wird, und das Datensi-
gnal auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem Latch zum Treiben der
Signalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Datensignal zu einem analogen Datensignal zu
wandeln, und
einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um
in Übereinstimmung mit einem Ausgabesignal des
UND-Gatters zu wählen, ob das von der Digital-zu-
Analog-Wandlerschaltung eingegebene analoge Da-
tensignal zu der Signalleitung zugeführt wird.

6.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Steuereinrichtung umfasst:
einen Rahmenspeicher, der konfiguriert ist, um Da-
tensignale zum Bilden von Bildern einer Vielzahl von
Rahmen zu speichern,
eine Vergleicherschaltung, die konfiguriert ist, um die
Datensignale, die in dem Rahmenspeicher gespei-
chert sind und Bilder von zwei aufeinanderfolgenden
Rahmen bilden, zu vergleichen und eine Differenz zu
erfassen,
einen Koordinatenspeicher, der konfiguriert ist, um
Koordinatendaten eines Bildpunkts, in dem eine Dif-

ferenz durch die Vergleicherschaltung erfasst wurde,
zu speichern,
eine Datensignal-Leseschaltung, die konfiguriert ist,
um ein Datensignal aus dem Rahmenspeicher zu
lesen, und das Datensignal zu einer Signalleitung/
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung auszugeben,
und
eine Neuschreibungssignal-Erzeugungsschaltung,
die konfiguriert ist, um das Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal und das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal auf der Basis der in dem Koordinatenspei-
cher gespeicherten Koordinatendaten zu erzeugen
und das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal und
das Reihenneuschreibungs-Steuersignal jeweils zu
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung und einer Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
auszugeben.

7.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
erste Transistor und der zweite Transistor jeweils ei-
ne Oxidhalbleiterschicht umfassen.

8.  Anzeigevorrichtung, die umfasst:
eine Steuereinrichtung, die konfiguriert ist, um eine
Differenz in jeder aus einer Vielzahl von Bildpunkten
in einer Matrix durch das Vergleichen von Datensi-
gnalen zum Bilden von Bildern von zwei aufeinander-
folgenden Rahmen zu erfassen und ein Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal, das angibt, ob eine Diffe-
renz in wenigstens einem ersten bis n-ten Bildpunkt
(n ist eine natürliche Zahl von zwei oder mehr) in der-
selben Reihe erfasst wird, und ein Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal, das angibt, ob eine Differenz in
einem k-ten Bildpunkt (k ist eine natürliche Anzahl
größer oder gleich eins und kleiner oder gleich n) er-
fasst wird, auszugeben,
eine erste Abtastleitung, die elektrisch mit dem ersten
bis n-ten Bildpunkten verbunden ist und zu der ein
Auswahlsignal in Übereinstimmung mit dem Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zugeführt wird,
eine zweite Abtastleitung, die elektrisch mit Bildpunk-
ten in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbun-
den ist und zu der ein Auswahlsignal in Übereinstim-
mung mit dem Spaltenneuschreibungs-Steuersignal
zugeführt wird, und
eine Signalleitung, die elektrisch mit den Bildpunkten
in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbunden
ist und zu der Datensignale in Übereinstimmung mit
dem Spaltenneuschreibungs-Steuersignal zugeführt
werden,
wobei der k-te Bildpunkt umfasst:
einen ersten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der ersten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit der Signalleitung
verbunden ist, und
einen zweiten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der zweiten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit entsprechend dem
Drain oder der Source des ersten Transistors verbun-
den ist.
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9.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen in einer ersten
Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastleitung
auszugeben,
einen ersten Latch zum Treiben der ersten Ab-
tastleitung, der konfiguriert ist, um das zugeführ-
te Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrechtzu-
erhalten, wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird,
und das Reihenneuschreibungs-Steuersignal in einer
Vertikalrücksprungperiode, die auf die erste Abtast-
periode zum Treiben der ersten Abtastleitung folgt,
auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, der konfiguriert ist, um das von dem ersten
Latch zum Treiben der ersten Abtastleitung eingege-
bene Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in der Vertikalrücksprungperiode und einer zwei-
ten Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastlei-
tung, die auf die Vertikalrücksprungperiode folgt, aus-
zugeben, und
einen Puffer, der konfiguriert ist, um in Übereinstim-
mung mit dem von dem zweiten Latch zum Trei-
ben der ersten Abtastleitung eingegebenen Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zu wählen, ob ein Aus-
wahlsignal zu der ersten Abtastleitung in einer hori-
zontalen Abtastperiode, die in der zweiten Abtastpe-
riode zum Treiben der ersten Abtastleitung enthalten
ist, zugeführt wird.

10.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen auszugeben, und
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der ersten Abtast-
leitung verbunden ist, dessen zweiter Eingangsan-
schluss elektrisch mit einer Verdrahtung, die das Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal zuführt, verbunden
ist, und dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit der
ersten Abtastleitung verbunden ist.

11.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen in einer ersten Abtastperiode zum Treiben der
Signalleitung und der zweiten Abtastleitung auszuge-
ben,
einen ersten Latch zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um das
zugeführte Spaltenneuschreibungs-Steuersignal auf-
rechtzuerhalten, wenn ein Auswahlsignal eingege-
ben wird, und das Spaltenneuschreibungs-Steuersi-

gnal in einer Horizontalrücksprungperiode, die auf die
erste Abtastperiode zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung folgt, auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um das aus dem ersten Latch zum Treiben der Si-
gnalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Spaltenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signal zu der zweiten Abtastleitung in einer horizonta-
len Abtastperiode einschließlich der Horizontalrück-
sprungperiode und einer zweiten Abtastperiode zum
Treiben der Signalleitung und der zweiten Abtastlei-
tung, die auf die Horizontalrücksprungperiode folgt,
auszugeben,
einen dritten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um ein zugeführtes Datensignal aufrechtzuerhalten,
wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird, und das
Datensignal in der Horizontalrücksprungperiode aus-
zugeben,
einen vierten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um
das aus dem dritten Latch zum Treiben der Signal-
leitung und der zweiten Abtastleitung ausgegebene
Datensignal aufrechtzuerhalten und das Datensignal
in der horizontalen Abtastperiode auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem vierten Latch zum Treiben
der Signalleitung und der zweiten Abtastleitung aus-
gegebene Datensignal zu einem analogen Datensi-
gnal zu wandeln, und
einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um in
Übereinstimmung mit dem Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal zu wählen, ob das analoge Datensignal
zu der Signalleitung in der horizontalen Abtastperiode
zugeführt wird.

12.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen auszugeben,
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung verbunden ist, dessen
zweiter Eingangsanschluss elektrisch mit einer Ver-
drahtung verbunden ist, die das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal zuführt und dessen Ausgangsan-
schluss elektrisch mit der zweiten Abtastleitung ver-
bunden ist,
einen Latch zum Treiben der Signalleitung und der
zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um ein zu-
geführtes Datensignal aufrechtzuerhalten, wenn ein
Auswahlsignal eingegeben wird, und das Datensi-
gnal auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem Latch zum Treiben der
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Signalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Datensignal zu einem analogen Datensignal zu
wandeln, und
einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um
in Übereinstimmung mit einem Ausgabesignal des
UND-Gatters zu wählen, ob das von der Digital-zu-
Analog-Wandlerschaltung eingegebene analoge Da-
tensignal zu der Signalleitung zugeführt wird.

13.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8,
wobei die Steuereinrichtung umfasst:
einen Rahmenspeicher, der konfiguriert ist, um Da-
tensignale zum Bilden von Bildern einer Vielzahl von
Rahmen zu speichern,
eine Vergleicherschaltung, die konfiguriert ist, um die
Datensignale, die in dem Rahmenspeicher gespei-
chert sind und Bilder von zwei aufeinanderfolgenden
Rahmen bilden, zu vergleichen und eine Differenz zu
erfassen,
einen Koordinatenspeicher, der konfiguriert ist, um
Koordinatendaten eines Bildpunkts, in dem eine Dif-
ferenz durch die Vergleicherschaltung erfasst wurde,
zu speichern,
eine Datensignal-Leseschaltung, die konfiguriert ist,
um ein Datensignal aus dem Rahmenspeicher zu
lesen, und das Datensignal zu einer Signalleitung/
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung auszugeben,
und
eine Neuschreibungssignal-Erzeugungsschaltung,
die konfiguriert ist, um das Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal und das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal auf der Basis der in dem Koordinatenspei-
cher gespeicherten Koordinatendaten zu erzeugen
und das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal und
das Reihenneuschreibungs-Steuersignal jeweils zu
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung und einer Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
auszugeben.

14.    Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, wobei
der erste Transistor und der zweite Transistor jeweils
eine Oxidhalbleiterschicht umfassen.

15.  Anzeigevorrichtung, die umfasst:
eine Steuereinrichtung, die konfiguriert ist, um eine
Differenz in jeder aus einer Vielzahl von Bildpunkten
in einer Matrix durch das Vergleichen von Datensi-
gnalen zum Bilden von Bildern von zwei aufeinander-
folgenden Rahmen zu erfassen und ein Reihenneu-
schreibungs-Steuersignal, das angibt, ob eine Diffe-
renz in wenigstens einem ersten bis n-ten Bildpunkt
(n ist eine natürliche Zahl von zwei oder mehr) in der-
selben Reihe erfasst wird, und ein Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal, das angibt, ob eine Differenz in
einem k-ten Bildpunkt (k ist eine natürliche Anzahl
größer oder gleich eins und kleiner oder gleich n) er-
fasst wird, auszugeben,
eine erste Abtastleitung, die elektrisch mit dem ersten
bis n-ten Bildpunkten verbunden ist und zu der ein

Auswahlsignal in Übereinstimmung mit dem Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zugeführt wird,
eine zweite Abtastleitung, die elektrisch mit Bildpunk-
ten in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbun-
den ist und zu der ein Auswahlsignal in Übereinstim-
mung mit dem Spaltenneuschreibungs-Steuersignal
zugeführt wird, und
eine Signalleitung, die elektrisch mit den Bildpunkten
in derselben Spalte wie der k-te Bildpunkt verbunden
ist und zu der Datensignale in Übereinstimmung mit
dem Spaltenneuschreibungs-Steuersignal zugeführt
werden,
wobei der k-te Bildpunkt umfasst:
einen ersten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der ersten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit der Signalleitung
verbunden ist, und
einen zweiten Transistor, dessen Gate elektrisch mit
der zweiten Abtastleitung verbunden ist und dessen
Source oder Drain elektrisch mit entsprechend dem
Drain oder der Source des ersten Transistors verbun-
den ist, und
ein Anzeigeelement, das elektrisch mit entsprechend
dem Drain oder der Source des zweiten Transistors
verbunden ist.

16.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen in einer ersten
Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastleitung
auszugeben,
einen ersten Latch zum Treiben der ersten Ab-
tastleitung, der konfiguriert ist, um das zugeführ-
te Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrechtzu-
erhalten, wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird,
und das Reihenneuschreibungs-Steuersignal in einer
Vertikalrücksprungperiode, die auf die erste Abtast-
periode zum Treiben der ersten Abtastleitung folgt,
auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, der konfiguriert ist, um das von dem ersten
Latch zum Treiben der ersten Abtastleitung eingege-
bene Reihenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Reihenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in der Vertikalrücksprungperiode und einer zwei-
ten Abtastperiode zum Treiben der ersten Abtastlei-
tung, die auf die Vertikalrücksprungperiode folgt, aus-
zugeben, und
einen Puffer, der konfiguriert ist, um in Übereinstim-
mung mit dem von dem zweiten Latch zum Trei-
ben der ersten Abtastleitung eingegebenen Reihen-
neuschreibungs-Steuersignal zu wählen, ob ein Aus-
wahlsignal zu der ersten Abtastleitung in einer hori-
zontalen Abtastperiode, die in der zweiten Abtastpe-
riode zum Treiben der ersten Abtastleitung enthalten
ist, zugeführt wird.
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17.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der ersten Abtast-
leitung, das konfiguriert ist, um sequentiell Auswahl-
signale von Ausgangsanschlüssen auszugeben, und
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der ersten Abtast-
leitung verbunden ist, dessen zweiter Eingangsan-
schluss elektrisch mit einer Verdrahtung, die das Rei-
henneuschreibungs-Steuersignal zuführt, verbunden
ist, und dessen Ausgangsanschluss elektrisch mit der
ersten Abtastleitung verbunden ist.

18.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen in einer ersten Abtastperiode zum Treiben der
Signalleitung und der zweiten Abtastleitung auszuge-
ben,
einen ersten Latch zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um das
zugeführte Spaltenneuschreibungs-Steuersignal auf-
rechtzuerhalten, wenn ein Auswahlsignal eingege-
ben wird, und das Spaltenneuschreibungs-Steuersi-
gnal in einer Horizontalrücksprungperiode, die auf die
erste Abtastperiode zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung folgt, auszugeben,
einen zweiten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um das aus dem ersten Latch zum Treiben der Si-
gnalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Spaltenneuschreibungs-Steuersignal aufrecht-
zuerhalten und das Spaltenneuschreibungs-Steuer-
signal zu der zweiten Abtastleitung in einer horizonta-
len Abtastperiode einschließlich der Horizontalrück-
sprungperiode und einer zweiten Abtastperiode zum
Treiben der Signalleitung und der zweiten Abtastlei-
tung, die auf die Horizontalrücksprungperiode folgt,
auszugeben,
einen dritten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist,
um ein zugeführtes Datensignal aufrechtzuerhalten,
wenn ein Auswahlsignal eingegeben wird, und das
Datensignal in der Horizontalrücksprungperiode aus-
zugeben,
einen vierten Latch zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um
das aus dem dritten Latch zum Treiben der Signal-
leitung und der zweiten Abtastleitung ausgegebene
Datensignal aufrechtzuerhalten und das Datensignal
in der horizontalen Abtastperiode auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem vierten Latch zum Treiben
der Signalleitung und der zweiten Abtastleitung aus-
gegebene Datensignal zu einem analogen Datensi-
gnal zu wandeln, und

einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um in
Übereinstimmung mit dem Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal zu wählen, ob das analoge Datensignal
zu der Signalleitung in der horizontalen Abtastperiode
zugeführt wird.

19.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, die wei-
terhin umfasst:
ein Schieberegister zum Treiben der Signalleitung
und der zweiten Abtastleitung, das konfiguriert ist, um
sequentiell Auswahlsignale von Ausgangsanschlüs-
sen auszugeben,
ein UND-Gatter, dessen erster Eingangsanschluss
elektrisch mit einem der Ausgangsanschlüsse des
Schieberegisters zum Treiben der Signalleitung und
der zweiten Abtastleitung verbunden ist, dessen
zweiter Eingangsanschluss elektrisch mit einer Ver-
drahtung verbunden ist, die das Spaltenneuschrei-
bungs-Steuersignal zuführt und dessen Ausgangsan-
schluss elektrisch mit der zweiten Abtastleitung ver-
bunden ist,
einen Latch zum Treiben der Signalleitung und der
zweiten Abtastleitung, der konfiguriert ist, um ein zu-
geführtes Datensignal aufrechtzuerhalten, wenn ein
Auswahlsignal eingegeben wird, und das Datensi-
gnal auszugeben,
eine Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung, die konfi-
guriert ist, um das aus dem Latch zum Treiben der
Signalleitung und der zweiten Abtastleitung ausgege-
bene Datensignal zu einem analogen Datensignal zu
wandeln, und
einen analogen Puffer, der konfiguriert ist, um
in Übereinstimmung mit einem Ausgabesignal des
UND-Gatters zu wählen, ob das von der Digital-zu-
Analog-Wandlerschaltung eingegebene analoge Da-
tensignal zu der Signalleitung zugeführt wird.

20.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15,
wobei die Steuereinrichtung umfasst:
einen Rahmenspeicher, der konfiguriert ist, um Da-
tensignale zum Bilden von Bildern einer Vielzahl von
Rahmen zu speichern,
eine Vergleicherschaltung, die konfiguriert ist, um die
Datensignale, die in dem Rahmenspeicher gespei-
chert sind und Bilder von zwei aufeinanderfolgenden
Rahmen bilden, zu vergleichen und eine Differenz zu
erfassen,
einen Koordinatenspeicher, der konfiguriert ist, um
Koordinatendaten eines Bildpunkts, in dem eine Dif-
ferenz durch die Vergleicherschaltung erfasst wurde,
zu speichern,
eine Datensignal-Leseschaltung, die konfiguriert ist,
um ein Datensignal aus dem Rahmenspeicher zu
lesen, und das Datensignal zu einer Signalleitung/
Zweite-Abtastleitung-Treiberschaltung auszugeben,
und
eine Neuschreibungssignal-Erzeugungsschaltung,
die konfiguriert ist, um das Spaltenneuschreibungs-
Steuersignal und das Reihenneuschreibungs-Steu-
ersignal auf der Basis der in dem Koordinatenspei-
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cher gespeicherten Koordinatendaten zu erzeugen
und das Spaltenneuschreibungs-Steuersignal und
das Reihenneuschreibungs-Steuersignal jeweils zu
der Signalleitung/Zweite-Abtastleitung-Treiberschal-
tung und einer Erste-Abtastleitung-Treiberschaltung
auszugeben.

21.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, wobei
der erste Transistor und der zweite Transistor jeweils
eine Oxidhalbleiterschicht umfassen.

22.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 15, wobei
der k-te Bildpunkt weiterhin einen Kondensator um-
fasst, der elektrisch mit entsprechend dem Drain oder
der Source des zweiten Transistors verbunden ist.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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